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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
基板上に、
前記基板より低い屈折率を有する低屈折率層と、
前記低屈折率層上に設けられた封止層と、
前記封止層上に設けられたポリマー層と、
前記ポリマー層上に設けられた発光素子と、を有し、
前記発光素子は、第１電極、第２電極、および前記第１電極と前記第２電極との間に配置
された発光層を有し、
前記発光層から発した光は、前記基板側に出射することを特徴とする電気光学装置。
【請求項２】
前記低屈折率層と前記封止層の間に、樹脂層が設けられていることを特徴とする請求項１
に記載の電気光学装置。
【請求項３】
　前記発光素子上に、前記発光素子を覆うように封止部材が設けられていることを特徴と
する請求項１または２に記載の電気光学装置。
【請求項４】
　前記封止層の厚さは、前記発光素子より発光される光の波長より小さいことを特徴とす
る請求項１乃至３のいずれかに記載の電気光学装置。
【請求項５】
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　前記封止層は、セラミック、窒化珪素、酸化窒化珪素、及び酸化珪素の少なくともいず
れか１つを含むこと、
　を特徴とする請求項１乃至４のいずれかに記載の電気光学装置。
【請求項６】
　前記封止層は、ホウ素、炭素、窒素、アルミニウム、ケイ素、リン、イッテルビウム、
サマリウム、エルビウム、イットリウム、ガドリニウム、ジスプロシウム、及びネオジウ
ムから選ばれた少なくとも１つの元素を含むこと、を特徴とする請求項１乃至４のいずれ
かに記載の電気光学装置。
【請求項７】
　前記低屈折率層および前記封止層の少なくともどちらか一方は、乾燥剤または吸着剤を
含んでいること、を特徴とする請求項１乃至６のいずれかに記載の電気光学装置。
【請求項８】
　前記低屈折率層は、エアロゲル、多孔質シリカ、及びフッ化マグネシウムから選ばれた
少なくとも１つの材料を含むことを特徴とする請求項１乃至７のいずれかに記載の電気光
学装置。
【請求項９】
前記低屈折率層の屈折率は、１．２以下であることを特徴とする請求項１乃至８のいずれ
かに記載の電気光学装置。
【請求項１０】
　前記低屈折率層および前記封止層は、光を透過することを特徴とする請求項１乃至９の
いずれかに記載の電気光学装置。
【請求項１１】
　前記封止層は、物質の透過を抑制することを特徴とする請求項１乃至１０のいずれかに
記載の電気光学装置。
【請求項１２】
基板上に、前記基板より低い屈折率を有する低屈折層を形成する第１の工程と、
　前記低屈折層上に、封止層を形成する第２の工程と、
　前記封止層上にポリマー層を形成する第３の工程と、
　前記ポリマー層上に発光素子を形成する第４の工程と、を有し、
前記発光素子は、第１電極、第２電極、および前記第１電極と前記第２電極との間に配置
された発光層を有し、
前記発光層から発した光は、前記基板側に出射することを特徴とする電気光学装置の製造
方法。
【請求項１３】
前記第１の工程は、湿潤ゲルを塗布する工程と、超臨界乾燥法を用いて前記湿潤ゲルを乾
燥させる乾燥工程と、を含み、
前記湿潤ゲルには、樹脂が混合されていることを特徴とする
を特徴とする請求項１２に記載の電気光学装置の製造方法。
【請求項１４】
前記低屈折層と前記封止層との間に樹脂層を形成する工程を含むことを特徴とする請求項
１２または１３に記載の電気光学装置の製造方法。
【請求項１５】
前記発光素子上に、前記発光素子を覆うように封止部材を設ける工程を含むことを特徴と
する請求項１２乃至１４のいずれかに記載の電気光学装置の製造方法。
【請求項１６】
前記封止層の厚さは、前記発光素子より発光される光の波長より小さいことを特徴とする
請求項１２から１５のいずれかに記載の電気光学装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、電気光学装置、この電気光学装置に設けられて好適な膜状部材、積層膜、低
屈折率膜、多層積層膜、この電気光学装置を備えた電子機器に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　各画素に対応して有機エレクトロルミネッセンス（Electroluminescence）素子を備え
た有機エレクトロルミネッセンス表示装置（電気光学装置）は、高輝度で自発光であるこ
と、直流低電圧駆動が可能であること、応答が高速であること、などから表示性能に優れ
ており、また、表示装置の薄型化、軽量化、低消費電力化が可能であるため、将来的に液
晶表示装置に続く表示装置として期待されている。
【０００３】
　図１６は模式的な有機エレクトロルミネッセンス表示装置の一例を示す断面図である。
この有機エレクトロルミネッセンス表示装置１００においては、ガラス基板１０１上に、
発光層１０２と正孔輸送層１０３とが金属電極（陰極）１０４と透明電極（陽極）１０５
との間に挟持された有機エレクトロルミネッセンス素子１０６が形成されている。図示し
ないが、アクティブマトリクス型の有機エレクトロルミネッセンス表示装置の場合、実際
には複数のデータ線と複数の走査線とが格子状に配置され、これらデータ線や走査線に区
画されたマトリクス状に配置された各画素毎に、スイッチングトランジスタやドライビン
グトランジスタ等の駆動用トランジスタと上記の有機エレクトロルミネッセンス素子１０
６とが配置されている。そして、データ線や走査線を介して駆動信号が供給されると電極
間に電流が流れ、有機エレクトロルミネッセンス素子１０６が発光してガラス基板１０１
の外面側に光が出射され、その画素が点灯する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、発光層１０２においては全方向にわたって発光が生じるが、広角（例えば、
臨界角以上）に出射した光は、図１７に示す模式図のように、ガラス基板１０１内で導波
し、ガラス基板１０１の外部に取り出すことができない。すなわち、光の取り出し効率が
悪いために、発光層１０２に所定の電流を供給して発光が生じても、そのうちの一部の光
しか表示に寄与しないことになり、視認性の低下につながる。
【０００５】
　一方で、有機エレクトロルミネッセンス素子や、有機エレクトロルミネッセンス素子を
挟持する電極は酸素や水蒸気（水分）などの素子劣化の要因となる物質によって劣化する
。また、トランジスタなどの能動素子を備えた、いわゆるアクティブ型電気光学装置にお
いては、酸素や水蒸気（水分）、さらには種々のイオン種が能動素子に到達することによ
り能動素子が劣化することがある。
【０００６】
　本発明はこのような事情に鑑みてなされたものであって、本発明の一つの目的は封止性
を維持しつつ光の外部取り出し効率を向上させ、高い視認性が実現される電気光学装置を
提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の課題を解決するため、本発明に係る電気光学装置は、基板上に、前記基板より低
い屈折率を有する低屈折率層と、前記低屈折率層上に設けられた封止層と、前記封止層上
に設けられたポリマー層と、前記ポリマー層上に設けられた発光素子と、を有し、前記発
光素子は、第１電極、第２電極、および前記第１電極と前記第２電極との間に配置された
発光層を有し、前記発光層から発した光は、前記基板側に出射することを特徴とする。
　上記の電気光学装置において、前記低屈折率層と前記封止層の間に、樹脂層が設けられ
ていることを特徴とする。
　上記の電気光学装置において、前記発光素子上に、前記発光素子を覆うように封止部材
が設けられていることを特徴とする。
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　上記の電気光学装置において、前記封止層の厚さは、前記電気光学素子より発光される
光の波長より小さいことを特徴とする。
　上記の電気光学装置において、前記封止層の厚さは、前記発光素子より発光される光の
波長より小さいことを特徴とする。
　上記の電気光学装置において、前記封止層は、セラミック、窒化珪素、酸化窒化珪素、
及び酸化珪素の少なくともいずれか１つを含むこと、を特徴とする。
　上記の電気光学装置において、前記封止層は、ホウ素、炭素、窒素、アルミニウム、ケ
イ素、リン、イッテルビウム、サマリウム、エルビウム、イットリウム、ガドリニウム、
ジスプロシウム、及びネオジウムから選ばれた少なくとも１つの元素を含むこと、を特徴
とする。
　上記の電気光学装置において、前記低屈折率層および前記封止層の少なくともどちらか
一方は、乾燥剤または吸着剤を含んでいること、を特徴とする。
　上記の電気光学装置において、前記低屈折率層は、エアロゲル、多孔質シリカ、及びフ
ッ化マグネシウムから選ばれた少なくとも１つの材料を含むことを特徴とする。
　上記の電気光学装置において、前記低屈折率層の屈折率は、１．２以下であることを特
徴とする。
　上記の電気光学装置において、前記低屈折率層および前記封止層は、光を透過すること
を特徴とする。
　上記の電気光学装置において、前記封止層は、物質の透過を抑制することを特徴とする
。
　上記の課題を解決するため、本発明に係る電気光学装置の製造方法は、基板上に、前記
基板より低い屈折率を有する低屈折層を形成する第１の工程と、前記低屈折層上に、封止
層を形成する第２の工程と、前記封止層上にポリマー層を形成する第３の工程と、前記ポ
リマー層上に発光素子を形成する第４の工程と、を有し、前記発光素子は、第１電極、第
２電極、および前記第１電極と前記第２電極との間に配置された発光層を有し、前記発光
層から発した光は、前記基板側に出射することを特徴とする。
　上記の電気光学装置の製造方法において、前記第１の工程は、湿潤ゲルを塗布する工程
と、超臨界乾燥法を用いて前記湿潤ゲルを乾燥させる乾燥工程と、を含み、前記湿潤ゲル
には、樹脂が混合されていることを特徴とする。
　上記の電気光学装置の製造方法において、前記低屈折層と前記封止層との間に樹脂層を
形成する工程を含むことを特徴とする。
　上記の電気光学装置の製造方法において、前記発光素子上に、前記発光素子を覆うよう
に封止部材を設ける工程を含むことを特徴とする。
　上記の電気光学装置の製造方法において、前記封止の厚さは、前記電気光学素子より発
光される光の波長より小さいことを特徴とする。
　上記の電気光学装置の製造方法において、前記封止層の厚さは、前記発光素子より発光
される光の波長より小さいことを特徴とする。
　本発明に係る膜状部材の製造方法は、第１の膜と絶縁膜である第２の膜とを含む膜状部
材の製造方法であって、前記第１の膜を形成する第１の工程と、前記第２の膜を形成する
第２の工程と、を含み、前記第１の工程は、超臨界乾燥法を用いた乾燥工程を含むことを
特徴とする。
　上記の膜状部材の製造方法において、前記第１の膜は、低屈折率材料により構成されて
いてもよい。
　上記の膜状部材の製造方法において、前記第２の膜は、セラミック、窒化珪素、酸化窒
化珪素、及び酸化珪素の少なくともいずれか１つを含むようにしてもよい。
　上記の膜状部材の製造方法において、前記第１の膜と前記第２の膜のうち、少なくとも
一つは乾燥剤及び吸着剤のうち少なくとも一方を含んでいてもよい。
　上記の膜状部材の製造方法において、前記第２の膜は、ホウ素、炭素、窒素、アルミニ
ウム、ケイ素、リン、イッテルビウム、サマリウム、エルビウム、イットリウム、ガドリ
ニウム、ジスプロシウム、及びネオジウムから選ばれた少なくとも１つの元素を含むよう
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にしてもよい。
　上記の膜状部材の製造方法において、前記第１の膜は、エアロゲル、多孔質シリカ、及
びフッ化マグネシウムから選ばれた少なくとも１つの材料を含むようにしてもよい。
　上記の膜状部材の製造方法において、前記第１の膜の屈折率は、１．２以下であっても
よい。
　上記の膜状部材の製造方法において、前記第１の膜は、光を透過するようにしてもよい
。
　上記の膜状部材の製造方法において、前記第１の工程は、さらに湿潤ゲルを塗布する塗
布工程を含み、前記乾燥工程において、前記湿潤ゲルを乾燥するようにしてもよい。
　上記の膜状部材の製造方法において、前記第２の膜は、物質の透過を抑制するようにし
てもよい。
　上記の膜状部材の製造方法において、前記第１の膜及び前記第２の膜は、ともに光を透
過するようにしてもよい。
　上記の膜状部材の製造方法において、前記第１の膜は、ＳｉＯ2膜であってもよい。
　上記の膜状部材の製造方法において、前記第１の膜は、基板の上に形成され、前記第１
の膜の屈折率は、前記基板の屈折率より低くしてもよい。
　上記の膜状部材の製造方法において、前記第１の膜は、前記第２の膜と前記基板との間
に配置されていてもよい。
　本発明に係る電気光学装置の製造方法であって、電気光学素子を含む電気光学装置の製
造方法であって、上記の膜状部材の製造方法を含むことを特徴とする。
　本発明に係る他の電気光学装置の製造方法は、基板と電気光学素子と第１の膜と絶縁膜
である第２の膜とを含む電気光学装置の製造方法であって、前記第１の膜を形成する第１
の工程と、前記第２の膜を形成する第２の工程と、を含み、前記第１の工程は、超臨界乾
燥法を用いた乾燥工程を含むことを特徴とする。
　上記の電気光学装置の製造方法において、前記第１の膜の屈折率は、前記基板の屈折率
より低くくしてもよい。
　上記の電気光学装置の製造方法において、前記第２の膜は、物質の透過を抑制するよう
にしてもよい。
　上記の電気光学装置の製造方法において、前記第２の膜は、前記電気光学素子と前記第
１の膜との間に配置されていてもよい。
　上記の課題を解決するため、本発明の電気光学装置は、発光素子を有する電気光学装置
であって、物質の透過を遮断する封止層を備え、前記発光素子の発した光が取り出される
方向に低屈折率層が配置されていることを特徴とする。
　封止層は、透過を抑制すべき物質によって適宜選択することが可能である。例えば、酸
素や水の浸透の抑制には、例えば、セラミック、特に窒化ケイ素、酸窒化ケイ素、酸化ケ
イ素などが好ましい。また、有機材料や無機材料に乾燥剤及び吸着剤の少なくとも一方を
分散したものであってもよい。金属イオンの浸透の抑制には、例えば、絶縁膜に種々の元
素を添加したものが好ましい。
　ここでは、低屈折率層の屈折率としては１．５以下であることが好ましく、１．２以下
であることがさらに好ましい。なお、光の取り出し方向において空気と界面をなす部材を
備えている場合は、低屈折率層の屈折率はその部材より低ければ良い場合がある。
【０００８】
　本発明によれば、発光層から射出した光は、低屈折率層を通過するので、空気中に光が
出る際の反射が低減され、光の取り出し効率が向上するが、さらに封止層を、光を取り出
す方向に配置することによって、光を取り出す方向から侵入する、酸素や水などの発光素
子の劣化因子を封止層で遮断することが可能となる。
【０００９】
　低屈折率層としては、例えば、光を透過可能な多孔質体、エアロゲル、多孔質シリカ、
フッ化マグネシウムあるいはこれを含む材料、フッ化マグネシウムの微粒子を分散したゲ
ル、フッ素系ポリマーあるいはこれを含む材料、デンドリマーなど分岐構造を有するよう
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な多孔性ポリマー、所定の材料に無機微粒子及び有機微粒子の少なくともいずれか一方を
含有した材料などが挙げられる。
【００１０】
　発光素子を配置するための基板として一般的に用いられるガラス基板の側から光を取り
出す場合は、ガラスの屈折率は１．５４であるので、低屈折率層は、屈折率がおよそ１．
５以下に設定されていることが望ましい。１．２以下であることがさらに好ましい。
【００１１】
　上記の電気光学装置において、前記発光素子の通電制御を行う通電制御部が基板上に配
置されていても良い。この場合、前記発光素子の発した光は前記通電制御部が配置された
基板から取り出すことが可能であり、さらに前記発光素子の、前記基板の反対側からも、
前記発光素子の発した光を取り出すことができる。
  前記通電制御部としては、例えば、トランジスタやダイオードが使用可能である。特に
、薄膜トランジスタは光透過性を有し、しかも安価なガラス基板上に形成することができ
るので、前記通電制御部として好適である。
【００１２】
　本発明の電気光学装置は、発光素子を備えた電気光学装置であって、前記発光素子の発
した光が取り出される方向には、乾燥剤及び吸着剤のうち少なくとも一方が分散された低
屈折率層が配置されていることを特徴とする。
【００１３】
　上記の電気光学装置は、乾燥剤または吸着剤が分散された低屈折率層を備えているので
、光の取り出し効率が高く、しかも、発光素子や電極などの劣化因子となる物質の透過を
抑制することができる。
【００１４】
　上記の電気光学装置において、前記発光素子は有機エレクトロルミネッセンス素子であ
っても良い。有機エレクトロルミネッセンス素子は水や酸素などとの接触により発光効率
や素子寿命が短くなることがあるので、封止層を設けることにより素子の劣化を低減する
ことができる。また、一般的には、有機エレクトロルミネッセンスを挟持する電極の少な
くとも一方は、水や酸素などによって容易に劣化する金属で形成されるので、電極の劣化
を低減することが可能となる。
【００１５】
　本発明の膜状部材は、低屈折率層と、物質の透過を抑制する封止層とを有することを特
徴とする。ここで、低屈折率層とは、屈折率が１．５以下である層を意味する。特に低屈
折率層の屈折率が１．２以下であることが好ましい場合がある。例えば、電気光学的な機
能を有する素子や装置は本発明の膜状部材により被覆されることにより長時間、所望の機
能を保持することができる。
【００１６】
　上記の膜状部材において、前記低屈折率と前記封止層とのうち少なくともいずれか一つ
に乾燥剤及び吸着剤のうち少なくとも一方が分散されていても良い。
【００１７】
　本発明の積層膜は、低屈折率層と物質の透過を抑制する封止層とを有することを特徴と
する。ここで、低屈折率層とは、屈折率が１．５以下である層を意味する。特に低屈折率
層の屈折率が１．２以下であることが好ましい場合がある。例えば、電気光学的な機能を
有する素子や装置は本発明の積層膜により被覆されることにより長時間、所望の機能を保
持することができる。
【００１８】
　上記の積層膜の、前記低屈折率層としては、多孔質体を利用することができる。多孔質
体は空隙の占有率が高いために、十分屈折率を低くすることができる。
【００１９】
　上記の積層膜の、前記低屈折率層としては、例えば、エアロゲル、多孔質シリカ、フッ
化マグネシウムあるいはこれを含む材料、フッ化マグネシウムの微粒子を分散したゲル、
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フッ素系ポリマーあるいはこれを含む材料、分岐構造を有するような多孔性ポリマー、所
定の材料に無機微粒子及び有機微粒子の少なくともいずれか一方を含有した材料などが挙
げられる。つまり、空隙の占有率が高い材料、あるいは低密度材料、または原子屈折率や
分子屈折率が低い材料が採用可能である。
【００２０】
　本発明の低屈折率膜は、低屈折率材料に乾燥剤及び吸着剤のうち少なくとも一方が分散
されていることを特徴とする。
【００２１】
　本発明によれば、低屈折率材料に乾燥剤あるいは吸着剤を分散することにより、低屈折
率膜は物質の透過を抑制することができる。したがって、本発明の低屈折率膜は電気光学
素子や電気光学装置に好適である。
【００２２】
　本発明の多層積層膜は、上記積層膜と、上記低屈折率膜とを備えたことを特徴とする。
本発明のように膜を多層化することにより、物質の透過をさらに抑制することができる。
また、複数の封止層のそれぞれに異なる物質の透過を抑制させることも可能である。
【００２３】
　したがって、本発明の多層積層膜は電気光学素子または電気光学装置に好適である。
【００２４】
　本発明の電気光学装置は、電気光学素子と、上記積層膜、低屈折率膜、多層積層膜のう
ち少なくともいずれか１つを備えたことを特徴とする。
【００２５】
　本発明によれば、上記膜を備えることにより、光の取り出し効率を向上できるとともに
、種々の電気光学素子や電気光学装置の劣化を防止できる。
【００２６】
　上記の電気光学装置は、さらに前記電気光学素子の通電制御を行う通電制御部と、前記
通電制御部を支持する基板と、を備えていることを特徴とする。
  前記積層膜、前記低屈折率膜、前記多層積層膜のうち少なくとも１つが前記基板の少な
くともいずれかの主面に配置されていても良い。このような場合、前記基板側から侵入す
る物質をブロックあるいは吸着することにより上記の電気光学装置の劣化を防止すること
ができる。
【００２７】
　前記電気光学素子の、前記基板とは反対側に、前記膜状部材、前記積層膜、前記低屈折
率膜、及び前記多層積層膜のうち少なくともいずれか一つが配置されていても良い。この
ような場合、前記電気光学素子の上方から侵入する物質をブロックあるいは吸着すること
ができるので、上記の電気光学装置の劣化を防止することができる。
【００２８】
　前記通電制御部としては、例えば、トランジスタやダイオードが使用可能である。特に
、薄膜トランジスタは、光透過性を有し、しかも安価なガラス基板上に形成することがで
きるので、前記通電制御部として好適である。
【００２９】
　前記電気光学素子は有機エレクトロルミネッセンス素子であってもよい。
【００３０】
　本発明の電子機器は、上記本発明の電気光学装置を備えたことを特徴とする。
【００３１】
　本発明によれば、表示品位に優れ、所望の機能を長時間保持できる電子機器を実現でき
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３２】
　《第１実施形態》
  以下、本発明の電気光学装置について図１を参照しながら説明する。図１は本発明の電
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気光学装置である有機エレクトロルミネッセンス表示装置の第１実施形態の一例を示す断
面図である。
  図１において、有機エレクトロルミネッセンス表示装置１は、光を透過可能な基板（光
透過層）２と、基板２の一方の面側に設けられ一対の陰極（電極）７及び陽極（電極）８
に狭持された有機エレクトロルミネッセンス材料からなる発光層５と正孔輸送層６とから
なる有機エレクトロルミネッセンス素子（発光素子）９と、基板１と有機エレクトロルミ
ネッセンス素子９との間に積層されている低屈折率層３及び封止層４とを備えている。低
屈折率層３は封止層４より基板２側に設けられている。
【００３３】
　ここで、図１に示す有機エレクトロルミネッセンス表示装置１は、発光層５からの発光
を基板２側から装置外部に取り出す形態であり、基板２の形成材料としては、光を透過可
能な透明あるいは半透明材料、例えば、透明なガラス、石英、サファイア、あるいはポリ
エステル、ポリアクリレート、ポリカーボネート、ポリエーテルケトンなどの透明な合成
樹脂などが挙げられる。特に、基板２の形成材料としては、安価なソーダガラスが好適に
用いられる。
  一方、基板と反対側から発光を取り出す形態の場合には、基板は不透明であってもよく
、その場合、アルミナ等のセラミック、ステンレス等の金属シートに表面酸化などの絶縁
処理を施したもの、熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂などを用いることができる。
【００３４】
　陽極８は、インジウム錫酸化物（ＩＴＯ：Indium Tin Oxide）等からなる透明電極であ
って光を透過可能である。正孔輸送層６は、例えば、トリフェニルアミン誘導体（ＴＰＤ
）、ピラゾリン誘導体、アリールアミン誘導体、スチルベン誘導体、トリフェニルジアミ
ン誘導体等からなる。具体的には、特開昭６３－７０２５７号、同６３－１７５８６０号
公報、特開平２－１３５３５９号、同２－１３５３６１号、同２－２０９９８８号、同３
－３７９９２号、同３－１５２１８４号公報に記載されているもの等が例示されるが、ト
リフェニルジアミン誘導体が好ましく、中でも４，４'－ビス（Ｎ（３－メチルフェニル
）－Ｎ－フェニルアミノ）ビフェニルが好適とされる。ポリエチレンジオキシチオフェン
またはポリエチレンジオキシチオフェンとポリスチレンスルホン酸との混合物などの高分
子系材料も使用可能である。
【００３５】
　なお、正孔輸送層に代えて正孔注入層を形成するようにしてもよく、さらに正孔注入層
と正孔輸送層を両方形成するようにしてもよい。その場合、正孔注入層の形成材料として
は、例えば銅フタロシアニン（ＣｕＰｃ）や、ポリテトラヒドロチオフェニルフェニレン
であるポリフェニレンビニレン、１，１－ビス－（４－Ｎ，Ｎ－ジトリルアミノフェニル
）シクロヘキサン、トリス（８－ヒドロキシキノリノール）アルミニウム等が挙げられる
が、特に銅フタロシアニン（ＣｕＰｃ）を用いるのが好ましい。
【００３６】
　発光層５の形成材料としては、低分子の有機発光色素や高分子発光体、すなわち各種の
蛍光物質や燐光物質などの発光物質、Ａｌｑ3（アルミキレート錯体）などの有機エレク
トロルミネッセンス材料が使用可能である。発光物質となる共役系高分子の中ではアリー
レンビニレン又はポリフルオレン構造を含むものなどが特に好ましい。低分子発光体では
、例えばナフタレン誘導体、アントラセン誘導体、ペリレン誘導体、ポリメチン系、キサ
テン系、クマリン系、シアニン系などの色素類、８－ヒドロキノリンおよびその誘導体の
金属錯体、芳香族アミン、テトラフェニルシクロペンタジエン誘導体等、または特開昭５
７－５１７８１、同５９－１９４３９３号公報等に記載されている公知のものが使用可能
である。陰極７はアルミニウム（Ａｌ）やマグネシウム（Ｍｇ）、金（Ａｕ）、銀（Ａｇ
）等からなる金属電極である。また、これらの金属を積層したものも陰極として使用可能
である。
【００３７】
　なお、陰極７と発光層５との間に、電子輸送層や電子注入層を設けることができる。電
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子輸送層の形成材料としては、特に限定されることなく、オキサジアゾール誘導体、アン
トラキノジメタンおよびその誘導体、ベンゾキノンおよびその誘導体、ナフトキノンおよ
びその誘導体、アントラキノンおよびその誘導体、テトラシアノアンスラキノジメタンお
よびその誘導体、フルオレノン誘導体、ジフェニルジシアノエチレンおよびその誘導体、
ジフェノキノン誘導体、８－ヒドロキシキノリンおよびその誘導体の金属錯体等が例示さ
れる。具体的には、先の正孔輸送層の形成材料と同様に、特開昭６３－７０２５７号、同
６３－１７５８６０号公報、特開平２－１３５３５９号、同２－１３５３６１号、同２－
２０９９８８号、同３－３７９９２号、同３－１５２１８４号公報に記載されているもの
等が例示され、特に２－（４－ビフェニリル）－５－（４－ｔ－ブチルフェニル）－１，
３，４－オキサジアゾール、ベンゾキノン、アントラキノン、トリス（８－キノリノール
）アルミニウムが好適とされる。
【００３８】
　低屈折率層３は、基板２より光の透過屈折率が低い層であり、シリカエアロゲルによっ
て構成されている。シリカエアロゲルとは、シリコンアルコキシドのゾルゲル反応により
形成される湿潤ゲルを超臨界乾燥することによって得られる均一な超微細構造を持った光
透過性の多孔質体である。シリカエアロゲルは体積の９０％以上を空隙が占め、残りが樹
枝状に凝集した数十ｎｍの微細なＳｉＯ2粒子で構成された材料であり、粒子径が光の波
長よりも小さいため、光透過性を有し、その屈折率は１．２以下である。また、空隙率を
変化させることによって屈折率を調整できる。ここで、基板２の材料であるガラスの屈折
率は１．５４、石英の屈折率は１．４５である。
【００３９】
　シリカエアロゲルは、ゾル－ゲル法により湿潤ゲルを作製する工程、湿潤ゲルを熟成さ
せる工程、及び超臨界乾燥法により湿潤ゲルを乾燥してエアロゲルを得る超臨界乾燥工程
を経て製造される。超臨界乾燥法は、固相と液相とからなるゼリー状のゲル物質中の液体
を超臨界流体と置換、除去することにより、ゲルを収縮させることなくゲル物質を乾燥す
るのに適した方法であって、高い空隙率を有するエアエロゲルが得られる。
【００４０】
　なお、低屈折率層３を、超臨界乾燥法を用いたシリカエアロゲル層とせずに、多孔性を
有するＳｉＯ2膜としてもよい。このＳｉＯ2膜は、プラズマＣＶＤ法（プラズマ化学的気
相成長法）により形成され、反応ガスとしてＳｉＨ4とＮ2Ｏを用いる。さらに、このＳｉ
Ｏ2膜の上に、多孔性を有するＳｉＯ2膜を形成する。このＳｉＯ2膜は常圧ＣＶＤ法（常
圧化学的気相成長法）により形成され、ＴＥＯＳ（テトラエトキシシラン）とＯ2（酸素
）と低濃度のＯ3（オゾン）とを含む反応ガスを用いる。ここで、低濃度のＯ3とは、上記
ＴＥＯＳの酸化に必要な濃度よりも低い濃度のＯ3を言うものである。
【００４１】
　封止層４は、基板２側の外部から電極７，８を含む有機エレクトロルミネッセンス素子
９に対して大気が侵入するのを遮断するものであって、膜厚や材料を適宜選択することに
より光を透過可能となっている。封止層４を構成する材料としては、例えばセラミックや
窒化珪素、酸化窒化珪素、酸化珪素などの透明な材料が用いられ、中でも酸化窒化珪素が
透明性、ガスバリア性の観点から好ましい。金属イオンなども素子の劣化の原因となるこ
とがあるが、そのような場合、例えば、ホウ素、炭素、窒素、アルミニウム、ケイ素、リ
ン、イッテルビウム、サマリウム、エルビウム、イットリウム、ガドリニウム、ジスプロ
シウム、ネオジウム、などの元素から選ばれた少なくとも１つの元素を含む絶縁膜を封止
層４として利用することもできる。例えば、酸化マグネシウム、炭酸マグネシウム、酸化
鉄、酸化チタン、ベントナイト、酸性白土、モンモリナイト、珪藻土、活性アルミナ、シ
リカアルミナ、ゼオライト、シリカ、ジルコニア、酸化バリウムなどの乾燥剤または吸着
剤から選ばれた少なくとも一つ材料を含むものも、酸素や水分を吸着または吸蔵するので
、封止層４として利用することもできる。なお、封止層４の厚さは発光層５から射出され
る光の波長より小さくなるように設定されることが好ましい（例えば０．１μｍ）。
【００４２】
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　有機エレクトロルミネッセンス表示装置１はアクティブマトリクス型である場合は、図
示してはいないが、複数のデータ線と複数の走査線とが格子状に配置され、これらデータ
線及び走査線に区画されたマトリクス状に配置された各画素毎に、スイッチングトランジ
スタやドライビングトランジスタ等のトランジスタによって有機エレクトロルミネッセン
ス素子９が駆動される。そして、データ線や走査線を介して駆動信号が供給されると電極
間に電流が流れ、有機エレクトロルミネッセンス素子９の発光層５が発光して基板２の外
面側に光が射出され、その画素が点灯する。
【００４３】
　また、有機エレクトロルミネッセンス表示装置１のうち、有機エレクトロルミネッセン
ス素子９を挟んで封止層４と反対側の表面にも、電極７，８を含む有機エレクトロルミネ
ッセンス素子９に対して大気が侵入するのを遮断する封止部材１０が形成されている。
【００４４】
　有機エレクトロルミネッセンス表示装置１を製造する際には、まず、基板２上にエアロ
ゲルの原料である湿潤ゲルをコーティングし、超臨界乾燥して低屈折率層３を形成する。
なお、一般的にエアロゲルは吸湿性が高いので、吸湿性を低減したい場合は、コーティン
グによって形成された湿潤ゲルの薄膜をヘキサメチルジシラザンなどにより疎水化した後
、超臨界乾燥を行っても良い。次いで、低屈折率層３上にプラズマＣＶＤ法によって封止
層４として窒化シリコン膜を形成する。なお、低屈折率層と封止層との間には密着性改善
のために樹脂などからなる緩衝層を設けてもよい。そして、封止層４上にスパッタリング
やイオンプレーティング、真空蒸着法などを用いて陽極８を形成し、陽極８上に順次、正
孔輸送層６、発光層５、陰極７を蒸着して積層することにより、有機エレクトロルミネッ
センス表示装置１が製造される。
【００４５】
　上記構成の有機エレクトロルミネッセンス表示装置１においては、発光層５から射出し
た光は透明電極８を透過し、封止層４、低屈折率層３を経て基板２に入射する。この時、
シリカエアロゲルからなる低屈折率層３の方がガラスや石英からなる基板２よりも屈折率
が低いため、光は低屈折率材料から高屈折率材料に入射することになり、臨界角以上の角
度で低屈折率層３に入射した光が基板２との界面で臨界角以下となる方向に屈折し、基板
２内での全反射条件から外れるため、光の取り出し効率を向上させることができる。
【００４６】
　以上説明したように、発光層５から射出した光は、基板２より低屈折率な低屈折率層３
を通過してから基板２に入射するので、臨界角以上の角度で低屈折率層３に入射した光は
基板２との界面で臨界角以下となる方向に屈折し、基板２内での全反射条件から外れ、外
部に取り出される。これにより、光の取り出し効率が向上し、高い視認性を得ることがで
きる。また、低屈折率層３がシリカエアロゲルのような通気性の高い材料で構成されてい
ても、封止層４によって基板２側からの大気の侵入が抑えられるので、電極７，８を含む
有機エレクトロルミネッセンス素子９は大気に晒されず、劣化を防止される。したがって
、有機エレクトロルミネッセンス表示装置１は良好な発光特性を維持できる。また、低屈
折率層３を基板２に近接して設けることにより、基板２側から外光が照射されても、内側
からの反射が抑えられ、有機エレクトロルミネッセンス素子９からの光の高い視認性を維
持できる。
【００４７】
　なお、本実施形態において、低屈折率層３や封止層４を含む各層は、プラスマＣＶＤ法
やスパッタ法、または蒸着法によって順次積層することによって形成されるが、図２に示
すように、低屈折率層３と封止層４とを有する膜状部材（積層膜）２０を予め形成してお
き、この膜状部材を基板２と陽極８との間に配置させるようにしてもよい。
【００４８】
　本実施形態においては、基板２上に低屈折率層３を設け、低屈折率層３上に封止層４を
設けた構成であるが、基板２上に封止層４を設け、封止層４上に低屈折率層３を設ける構
成としてもよい。このように、陽極８（有機エレクトロルミネッセンス素子９）と基板２
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との間における層構成は、基板２／低屈折率層３／封止層４／陽極８でもよいし、基板２
／封止層４／低屈折率層３／陽極８でもよい。更には、基板２／封止層４／低屈折率層３
／封止層４／陽極８と封止層を複数層設けてもよい。
【００４９】
　　封止層（バリア層）４と陽極８との間、あるいは低屈折率層３と封止層４との間にポ
リマー層を介在させてもよい。このポリマー層を構成する材料としては、ポリエチレン、
ポリスチレン、ポリプロピレンなど、一般的な炭化水素系高分子が使用可能である。モノ
マーの重合反応（例えば乳化重合法）などにより合成されるポリマー微粒子も使用可能で
ある。フッ素原子を含む含フッ素高分子も使用可能である。含フッ素ポリマーを合成する
ために用いるフッ素原子を含むモノマーの例には、フルオロオレフィン類（例、フルオロ
エチレン、ビニリデンフルオライド、テトラフルオロエチレン、ヘキサフルオロプロピレ
ン、パーフルオロ－２，２－ジメチル－１，３－ジオキソール）、アクリル酸またはメタ
クリル酸のフッ素化アルキルエステル類およびフッ素化ビニルエーテル類が含まれる。フ
ッ素原子を含むモノマーとフッ素原子を含まないモノマーとのコポリマーを用いてもよい
。フッ素原子を含まないモノマーの例には、オレフィン類（例、エチレン、プロピレン、
イソプレン、塩化ビニル、塩化ビニリデン）、アクリル酸エステル類（例、アクリル酸メ
チル、アクリル酸エチル、アクリル酸２－エチルヘキシル）、メタクリル酸エステル類（
例、メタクリル酸メチル、メタクリル酸エチル、メタクリル酸ブチル）、スチレン類（例
、スチレン、ビニルトルエン、α－メチルスチレン）、ビニルエーテル類（例、メチルビ
ニルエーテル）、ビニルエステル類（例、酢酸ビニル、プロピオン酸ビニル）、アクリル
アミド類（例、Ｎ－tert－ブチルアクリルアミド、Ｎ－シクロヘキシルアクリルアミド）
、メタクリルアミド類およびアクリルニトリル類が含まれる。
【００５０】
　低屈折率層３をシリカエアロゲルによって形成する際、基板２にスピンコートなどによ
って湿潤ゲルを塗布した後、超臨界乾燥するが、湿潤ゲルに合成樹脂（有機物）を混合し
ておいてもよい。この場合の合成樹脂は、その熱変性温度が超臨界流体の臨界温度よりも
高く光を透過可能な合成樹脂であることが好ましい。超臨界流体として例えばアルコール
を用いた場合、その熱変性温度がアルコールの臨界温度よりも高く光を透過可能な合成樹
脂としては、ヒドロキシルプロピルセルロース（ＨＰＣ），ポリビニルブチラール（ＰＶ
Ｂ），エチルセルロース（ＥＣ）等が挙げられる（なお、ＰＶＢ及びＥＣはアルコールに
可溶で水には不溶）。溶媒としてエーテルを用いる場合には樹脂として塩素系ポリエチレ
ン等を選択し、またＣＯ2を溶媒として用いる場合にはＨＰＣ等を選択することが望まし
い。
【００５１】
　本実施形態における低屈折率層３はシリカエアロゲルであるが、アルミナを基調とした
エアロゲルでもよく、基板２より低屈折率で光を透過可能な多孔質体であればよい。そし
て、多孔質体（エアロゲル）は密度が０．４ｇ／ｃｍ3以下であることが好ましい。
【００５２】
　一方、低屈折率層３としては多孔質体でなくてもよく、エポキシ系接着剤（屈折率：１
．４２）やアクリル系接着剤（屈折率：１．４３）など、光を透過可能で基板２より低屈
折率な高分子材料からなる接着剤でもよい。これらの接着剤を単独で使用した場合であっ
ても、基板２を構成するガラスや石英よりも屈折率が低いため、光の取り出し効率を向上
できる。また、これらの接着剤を使用する場合には、基板２と封止層４とを貼り合わせる
ことによって有機エレクトロルミネッセンス表示装置１を製造できる。
【００５３】
　更に、低屈折率層３としては、多孔質シリカでもよいし、フッ化マグネシウム（屈折率
：１．３８）あるいはこれを含む材料でもよい。フッ化マグネシウムによる低屈折率層３
はスパッタリングによって形成可能である。あるいは、フッ化マグネシウムの微粒子を分
散したゲルでもよい。あるいは、フッ素系ポリマー又はこれを含む材料、例えば、パーフ
ルオロアルキル－ポリエーテル、パーフルオロアルキルアミン、またはパーフルオロアル
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キル－ポリエーテル－パーフルオロアルキルアミン混合フィルムでもよい。
【００５４】
　更には、所定のポリマーバインダーに、可溶性もしくは分散性である低屈折率のフルオ
ロカーボン化合物を混在したものでもよい。
  ポリマーバインダーとしては、ポリビニルアルコール、ポリアクリル酸、ポリビニルピ
ロリドン、ポリビニルスルホン酸ナトリウム塩、ポリビニルメチルエーテル、ポリエチレ
ングリコール、ポリα－トリフルオロメチルアクリル酸、ポリビニルメチルエーテル－コ
－無水マレイン酸、ポリエチレングリコール－コ－プロピレングリコール、ポリメタアク
リル酸などが挙げられる。
  また、フルオロカーボン化合物としては、パーフルオロオクタン酸－アンモニウム塩、
パーフルオロオクタン酸－テトラメチルアンモニウム塩、Ｃ－７とＣ－１０のパーフルオ
ロアルキルスルホン酸アンモニウム塩、Ｃ－７とＣ－１０のパーフルオロアルキルスルホ
ン酸テトラメチルアンモニウム塩、フッ素化アルキル第４級アンモニウムアイオダイド、
パーフルオロアジピン酸、およびパーフルオロアジピン酸の第４級アンモニウム塩などが
挙げられる。
【００５５】
　更に、低屈折率層３として空隙を導入する方法が有効であるため、上記エアロゲルの他
に、微粒子を用いて微粒子間または微粒子内のミクロボイドとして空隙を形成してもよい
。微粒子としては、無機微粒子あるいは有機微粒子を低屈折率層に用いることができる。
  無機微粒子は、非晶質であることが好ましい。無機微粒子は、金属の酸化物、窒化物、
硫化物またはハロゲン化物からなることが好ましく、金属酸化物または金属ハロゲン化物
からなることがさらに好ましく、金属酸化物または金属フッ化物からなることが最も好ま
しい。金属原子としては、Ｎａ、Ｋ、Ｍｇ、Ｃａ、Ｂａ、Ａｌ、Ｚｎ、Ｆｅ、Ｃｕ、Ｔｉ
、Ｓｎ、Ｉｎ、Ｗ、Ｙ、Ｓｂ、Ｍｎ、Ｇａ、Ｖ、Ｎｂ、Ｔａ、Ａｇ、Ｓｉ、Ｂ、Ｂｉ、Ｍ
ｏ、Ｃｅ、Ｃｄ、Ｂｅ、ＰｂおよびＮｉが好ましく、Ｍｇ、Ｃａ、ＢおよびＳｉがさらに
好ましい。二種類の金属を含む無機化合物を用いてもよい。特に好ましい無機化合物は、
二酸化ケイ素、すなわちシリカである。
【００５６】
　無機微粒子内ミクロボイドは、例えば、粒子を形成するシリカの分子を架橋させること
により形成することができる。シリカの分子を架橋させると体積が縮小し、粒子が多孔質
になる。ミクロボイドを有する（多孔質）無機微粒子は、ゾル－ゲル法（特開昭５３－１
１２７３２号、特公昭５７－９０５１号の各公報記載）または析出法（APPLIED OPTICS、
27、3356頁（1988）記載）により、分散物として直接合成することができる。また、乾燥
・沈澱法で得られた粉体を、機械的に粉砕して分散物を得ることもできる。市販の多孔質
無機微粒子（例えば、二酸化ケイ素ゾル）を用いてもよい。ミクロボイドを有する無機微
粒子は、低屈折率層の形成のため、適当な媒体に分散した状態で使用することが好ましい
。分散媒としては、水、アルコール（例、メタノール、エタノール、イソプロピルアルコ
ール）およびケトン（例、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン）が好ましい。
【００５７】
　有機微粒子も、非晶質であることが好ましい。有機微粒子は、モノマーの重合反応（例
えば乳化重合法）により合成されるポリマー微粒子であることが好ましい。有機微粒子の
ポリマーはフッ素原子を含むことが好ましい。含フッ素ポリマーを合成するために用いる
フッ素原子を含むモノマーの例には、フルオロオレフィン類（例、フルオロエチレン、ビ
ニリデンフルオライド、テトラフルオロエチレン、ヘキサフルオロプロピレン、パーフル
オロ－２，２－ジメチル－１，３－ジオキソール）、アクリル酸またはメタクリル酸のフ
ッ素化アルキルエステル類およびフッ素化ビニルエーテル類が含まれる。フッ素原子を含
むモノマーとフッ素原子を含まないモノマーとのコポリマーを用いてもよい。フッ素原子
を含まないモノマーの例には、オレフィン類（例、エチレン、プロピレン、イソプレン、
塩化ビニル、塩化ビニリデン）、アクリル酸エステル類（例、アクリル酸メチル、アクリ
ル酸エチル、アクリル酸２－エチルヘキシル）、メタクリル酸エステル類（例、メタクリ
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ル酸メチル、メタクリル酸エチル、メタクリル酸ブチル）、スチレン類（例、スチレン、
ビニルトルエン、α－メチルスチレン）、ビニルエーテル類（例、メチルビニルエーテル
）、ビニルエステル類（例、酢酸ビニル、プロピオン酸ビニル）、アクリルアミド類（例
、Ｎ－tert－ブチルアクリルアミド、Ｎ－シクロヘキシルアクリルアミド）、メタクリル
アミド類およびアクリルニトリル類が含まれる。
【００５８】
　有機微粒子内ミクロボイドは、例えば、粒子を形成するポリマーを架橋させることによ
り形成することができる。ポリマーを架橋させると体積が縮小し、粒子が多孔質になる。
粒子を形成するポリマーを架橋させるためには、ポリマーを合成するためのモノマーの２
０モル％以上を多官能モノマーとすることが好ましい。多官能モノマーの割合は、３０乃
至８０モル％であることがさらに好ましく、３５乃至５０モル％であることが最も好まし
い。多官能モノマーの例には、ジエン類（例、ブタジエン、ペンタジエン）、多価アルコ
ールとアクリル酸とのエステル（例、エチレングリコールジアクリレート、１，４－シク
ロヘキサンジアクリレート、ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート）、多価アルコ
ールとメタクリル酸とのエステル（例、エチレングリコールジメタクリレート、１，２，
４－シクロヘキサンテトラメタクリレート、ペンタエリスリトールテトラメタクリレート
）、ジビニル化合物（例、ジビニルシクロヘキサン、１，４－ジビニルベンゼン）、ジビ
ニルスルホン、ビスアクリルアミド類（例、メチレンビスアクリルアミド）およびビスメ
タクリルアミド類が含まれる。粒子間のミクロボイドは、微粒子を少なくとも２個以上積
み重ねることにより形成することができる。
【００５９】
　低屈折率層３を、微細空孔と微粒子状無機物とを有する材料によって構成してもよい。
この場合、低屈折率層３はコーティングにより形成され、微細空孔は層の塗布後に活性化
ガス処理を行ない、ガスが層から離脱することによって形成される。あるいは、２種類以
上の超微粒子（例えば、ＭｇＦ2とＳｉＯ2）を混在させて、膜厚方向にその混合比を変化
させることによって低屈折率層３を形成してもよい。混合比を変化させることにより屈折
率が変化する。超微粒子は、エチルシリケートの熱分解で生じたＳｉＯ2により接着して
いる。エチルシリケートの熱分解では、エチル部分の燃焼によって、二酸化炭素と水蒸気
も発生する。二酸化炭素と水蒸気が層から離脱することにより、超微粒子の間に間隙が生
じている。あるいは、多孔質シリカよりなる無機微粉末とバインダーとを含有して低屈折
率層３を形成してもよいし、含フッ素ポリマーからなる微粒子を２個以上積み重ねること
により、微粒子間に空隙を形成した低屈折率層３を形成してもよい。
【００６０】
　分子構造レベルで空隙率を向上させることもできる。例えばデンドリマーなどの分岐構
造を有するポリマーを用いても低屈折率が得られる。
【００６１】
　そして、上記の材料を用いて、低屈折率層３は、屈折率が１．５以下に設定されている
ことが望ましく、１．２以下であることがさらに好ましい。
【００６２】
　《第２実施形態》
  図３に本発明の有機エレクトロルミネッセンス表示装置の第２実施形態を示す。なお、
図３を用いた説明において上記第１実施形態と同一あるいは同等の構成部分については説
明を省略する。
  図３において、有機エレクトロルミネッセンス表示装置１は、光を透過可能な基板２と
、基板２の一方の面に設けられ一対の電極７，８に挟持された発光層５及び正孔輸送層６
を備える有機エレクトロルミネッセンス素子９と、基板２と有機エレクトロルミネッセン
ス素子９のうち陽極８との間に設けられ、基板２より屈折率が低い低屈折率層（低屈折率
膜）１１とを備えている。低屈折率層１１には、乾燥剤及び吸着剤の少なくとも一方が分
散されている。
  すなわち、本実施形態では封止層が無く、本実施形態に係る低屈折率層１１は、第１実
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施形態で説明した低屈折率層を構成する材料に、乾燥剤あるいは吸着剤を分散したもので
ある。
【００６３】
　低屈折率層１１は、例えばアクリル樹脂やエポキシ樹脂などの光透過可能且つ基板２よ
り低い屈折率を有する合成樹脂に粉末乾燥剤を混入したものである。合成樹脂に乾燥剤の
粉末が混入されているので、低屈折率層１１を透過する水分を低減することができる。ま
た、樹脂としては、エポキシ樹脂など２液混合もしくは紫外線照射によって硬化するタイ
プのものを用いるのがよい。加熱によって有機エレクトロルミネッセンス素子９が劣化す
る恐れがない場合は、加熱して硬化させるタイプのものを用いても良い。乾燥剤は、低屈
折率層１１を硬化させる前に混入し、充分に練り合わせてから樹脂を硬化させると、低屈
折率層１１中に均等に混入させることができる。乾燥剤としては、化学吸着性の物質を用
いることができる。化学吸着性の乾燥剤の例としては、例えば酸化カルシウム、酸化バリ
ウム等のアルカリ土類金属の酸化物、塩化カルシウム等のアルカリ土類金属のハロゲン化
物、五酸化リンなどが挙げられる。この他、例えば、酸性白土、モンモリナイト、珪藻土
、活性アルミナ、シリカアルミナ、ゼオライト、シリカ、ジルコニアなども使用可能であ
る。
【００６４】
　以上説明したように、低屈折率層１１の主成分が合成樹脂など通気性の高いものであっ
ても、乾燥剤の粒子を分散させることによって、低屈折率層１１に封止機能（バリア機能
）を付与できる。したがって、基板側２からの酸素や水分などの素子劣化の要因となる成
分の侵入を低屈折率層１１によって抑えることができ、良好な発光特性を維持できる。
【００６５】
　そして、本実施形態においても、乾燥剤を含む低屈折率層１１を膜状部材（低屈折率膜
）として予め形成しておき、この膜状部材を基板２と陽極８との間に配置させるようにし
てもよい。
【００６６】
　更に、第１実施形態で示した低屈折率層と封止層とを有する積層膜と、第２実施形態で
示した乾燥剤あるいは吸着剤が分散された低屈折率膜とを組み合わせて多層積層膜として
用いることももちろん可能である。
【００６７】
　《第３実施形態》
  次に、第３実施形態として、本発明に係る電気光学装置の具体的な構成例について図４
，図５，図６を参照しながら説明する。
  図４，図５は本発明に係る電気光学装置を、有機エレクトロルミネッセンス素子を用い
たアクティブマトリクス型の表示装置に適用した場合の一例を示すものである。
【００６８】
　この有機エレクトロルミネッセンス表示装置Ｓ１は、回路図である図４に示すように基
板上に、複数の走査線１３１と、これら走査線１３１に対して交差する方向に延びる複数
の信号線１３２と、これら信号線１３２に並列に延びる複数の共通給電線１３３とがそれ
ぞれ配線されたもので、走査線１３１及び信号線１３２の各交点毎に、画素（画素領域素
）ＡＲが設けられて構成されたものである。
【００６９】
　信号線１３２に対しては、シフトレジスタ、レベルシフタ、ビデオライン、アナログス
イッチを備えるデータ線駆動回路９０が設けられている。
  一方、走査線１３１に対しては、シフトレジスタ及びレベルシフタを備える走査線駆動
回路８０が設けられている。また、画素領域ＡＲの各々には、走査線１３１を介して走査
信号がゲート電極に供給される第１の薄膜トランジスタ２２と、この第１の薄膜トランジ
スタ２２を介して信号線１３２から供給される画像信号を保持する保持容量ｃａｐと、保
持容量ｃａｐによって保持された画像信号がゲート電極に供給される第２の薄膜トランジ
スタ２４と、この第２の薄膜トランジスタ２４を介して共通給電線１３３に電気的に接続
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したときに共通給電線１３３から駆動電流が流れ込む画素電極２３と、この画素電極（陽
極）２３と対向電極（陰極）２２２との間に挟み込まれる発光部（発光層）６０とが設け
られている。
【００７０】
　このような構成のもとに、走査線１３１が駆動されて第１の薄膜トランジスタ２２がオ
ンとなると、そのときの信号線１３２の電位が保持容量ｃａｐに保持され、該保持容量ｃ
ａｐの状態に応じて、第２の薄膜トランジスタ２４の導通状態が決まる。そして、第２の
薄膜トランジスタ２４のチャネルを介して共通給電線１３３から画素電極２３に電流が流
れ、さらに発光層６０を通じて対向電極２２２に電流が流れることにより、発光層６０は
、これを流れる電流量に応じて発光するようになる。
【００７１】
　ここで、各画素ＡＲの平面構造は、対向電極や有機エレクトロルミネッセンス素子を取
り除いた状態での拡大平面図である図５に示すように、平面形状が長方形の画素電極２３
の四辺が、信号線１３２、共通給電線１３３、走査線１３１及び図示しない他の画素電極
用の走査線によって囲まれた配置となっている。
【００７２】
　図６は図５のＡ－Ａ矢視断面図である。ここで、図６に示す有機エレクトロルミネッセ
ンス表示装置は、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ：Thin Film Transistor）が配置された基板
２側とは反対側から光を取り出す形態を採っている。
  図６に示すように、有機エレクトロルミネッセンス表示装置Ｓ１は、基板２と、インジ
ウム錫酸化物（ＩＴＯ：Indium Tin Oxide）等の透明電極材料からなる陽極（画素電極）
２３と、陽極２３から正孔を輸送可能な正孔輸送層７０と、電気光学物質の１つである有
機エレクトロルミネッセンス物質を含む発光層（有機エレクトロルミネッセンス層、電気
光学素子）６０と、発光層６０の上面に設けられている電子輸送層５０と、電子輸送層５
０の上面に設けられているアルミニウム（Ａｌ）やマグネシウム（Ｍｇ）、金（Ａｕ）、
銀（Ａｇ）、カルシウム（Ｃａ）等の金属のうち少なくとも１つからなる陰極（対向電極
）２２２と、基板２上に形成され、画素電極２３にデータ信号を書き込むか否かを制御す
る通電制御部としての薄膜トランジスタ（以下、「ＴＦＴ」と称する）２４とを有してい
る。更に、陰極２２２の上層、すなわち発光層６０からの光が外部に取り出される側には
、低屈折率層３及び封止層４からなる積層膜２０が設けられている。なお、図６では、低
屈折率層３が陰極２２２の上層に配置され、最上層に封止層４が配置されている構成であ
るが、陰極２２２の上層に封止層４を配置し、この封止層４の上層に低屈折率層３を配置
する構成としてもよい。また、陰極２２２上に有機材料または無機材料からなるパッシベ
ーション膜あるいは保護膜、または平坦化膜を形成し、その上に低屈折率層３あるいは封
止層４を設けても良い。ＴＦＴ２４は、走査線駆動回路８０及びデータ線駆動回路９０か
らの作動指令信号に基づいて作動し、画素電極２３への通電制御を行う。
【００７３】
　ＴＦＴ２４は、ＳｉＯ2を主体とする下地保護層２８１を介して基板２の表面に設けら
れている。このＴＦＴ２４は、下地保護層２８１の上層に形成されたシリコン層２４１と
、シリコン層２４１を覆うように下地保護層２８１の上層に設けられたゲート絶縁層２８
２と、ゲート絶縁層２８２の上面のうちシリコン層２４１に対向する部分に設けられたゲ
ート電極２４２と、ゲート電極２４２を覆うようにゲート絶縁層２８２の上層に設けられ
た第１層間絶縁層２８３と、ゲート絶縁層２８２及び第１層間絶縁層２８３にわたって開
孔するコンタクトホールを介してシリコン層２４１と接続するソース電極２４３と、ゲー
ト電極２４２を挟んでソース電極２４３と対向する位置に設けられ、ゲート絶縁層２８２
及び第１層間絶縁層２８３にわたって開孔するコンタクトホールを介してシリコン層２４
１と接続するドレイン電極２４４と、ソース電極２４３及びドレイン電極２４４を覆うよ
うに第１層間絶縁層２８３の上層に設けられた第２層間絶縁層２８４とを備えている。
【００７４】
　そして、第２層間絶縁層２８４の上面に画素電極２３が配置され、画素電極２３とドレ
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イン電極２４４とは、第２層間絶縁層２８４に設けられたコンタクトホール２３ａを介し
て接続されている。また、第２層間絶縁層２８４の表面のうち有機エレクトロルミネッセ
ンス素子が設けられている以外の部分と陰極２２２との間には、合成樹脂などからなる第
３絶縁層（バンク層）２２１が設けられている。
【００７５】
　なお、シリコン層２４１のうち、ゲート絶縁層２８２を挟んでゲート電極２４２と重な
る領域がチャネル領域とされている。また、シリコン層２４１のうち、チャネル領域のソ
ース側にはソース領域が設けられている一方、チャネル領域のドレイン側にはドレイン領
域が設けられている。このうち、ソース領域が、ゲート絶縁層２８２と第１層間絶縁層２
８３とにわたって開孔するコンタクトホールを介して、ソース電極２４３に接続されてい
る。一方、ドレイン領域が、ゲート絶縁層２８２と第１層間絶縁層２８３とにわたって開
孔するコンタクトホールを介して、ソース電極２４３と同一層からなるドレイン電極２４
４に接続されている。画素電極２３は、ドレイン電極２４４を介して、シリコン層２４１
のドレイン領域に接続されている。
【００７６】
　本例では、ＴＦＴ２４が設けられている基板２とは反対側から発光光を取り出す構成で
あるため、基板２は不透明であってもよく、その場合、アルミナ等のセラミック、ステン
レス等の金属シートに表面酸化などの絶縁処理を施したもの、熱硬化性樹脂、熱可塑性樹
脂などを用いることができる。
【００７７】
　一方、有機エレクトロルミネッセンス素子では後述するような、発光層からの発光光を
ＴＦＴが設けられている基板側から取り出す構成とすることも可能である。発光光を基板
側から取り出す構成とする場合、基板材料としてはガラスや石英、樹脂等の透明ないし半
透明なものが用いられるが、特に安価なソーダガラスが好適に用いられる。ソーダガラス
を用いた場合、これにシリカコートを施すのが、酸アルカリに弱いソーダガラスを保護す
る効果を有し、さらに基板の平坦性をよくする効果も有するため好ましい。
  また、基板に色フィルター膜や発光性物質を含む色変換膜、あるいは誘電体反射膜を配
置して、発光色を制御するようにしてもよい。
【００７８】
　下地保護層２８１を形成する際には、基板２に対し、ＴＥＯＳ（テトラエトキシシラン
）や酸素ガスなどを原料としてプラズマＣＶＤ法によって製膜することにより、下地保護
層２８１として厚さ約２００～５００ｎｍのシリコン酸化膜が形成される。
【００７９】
　シリコン層２４１を形成する際には、まず、基板２の温度を約３５０℃に設定して、下
地保護膜２８１の表面にプラズマＣＶＤ法あるいはＩＣＶＤ法により厚さ約３０～７０ｎ
ｍのアモルファスシリコン層を形成する。次いで、このアモルファスシリコン層に対して
レーザアニール法、急速加熱法、または固相成長法などによって結晶化工程を行い、アモ
ルファスシリコン層をポリシリコン層に結晶化する。レーザアニール法では、例えばエキ
シマレーザでビームの長寸が４００ｍｍのラインビームを用い、その出力強度は例えば２
００ｍＪ／ｃｍ2とする。ラインビームについては、その短寸方向におけるレーザ強度の
ピーク値の９０％に相当する部分が各領域毎に重なるようにラインビームを走査する。次
いで、ポリシリコン層をフォトリソグラフィ法によってパターンニングして、島状のシリ
コン層２４１とする。
【００８０】
　なお、シリコン層２４１は、図４に示した第２の薄膜トランジスタ２４のチャネル領域
及びソース・ドレイン領域となるものであるが、異なる断面位置においては第１の薄膜ト
ランジスタ２２のチャネル領域及びソース・ドレイン領域となる半導体膜も形成されてい
る。つまり、二種類のトランジスタ２２、２４は同時に形成されるが、同じ手順で作られ
るため、以下の説明において、トランジスタに関しては、第２の薄膜トランジスタ２４に
ついてのみ説明し、第１の薄膜トランジスタ２２についてはその説明を省略する。
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【００８１】
　ゲート絶縁層２８２を形成する際には、シリコン層２４１の表面に対して、ＴＥＯＳや
酸素ガスなどを原料としてプラズマＣＶＤ法を用いて製膜することにより、厚さ約６０～
１５０ｎｍのシリコン酸化膜または窒化膜からなるゲート絶縁層２８２が形成される。ま
た、ゲート絶縁層２８２を、多孔性を有するシリコン酸化膜（ＳｉＯ2膜）としてもよい
。多孔性を有するＳｉＯ2膜からなるゲート絶縁層２８２は、反応ガスとしてＳｉ2Ｈ6と
Ｏ3とを用いて、ＣＶＤ法（化学的気相成長法）により形成される。これらの反応ガスを
用いると、気相中に粒子の大きいＳｉＯ2が形成され、この粒子の大きいＳｉＯ2がシリコ
ン層２４１や下地保護層２８１の上に堆積する。そのため、ゲート絶縁層２８２は、層中
に多くの空隙を有し、多孔質体となる。そして、ゲート絶縁層２８２は多孔質体となるこ
とによって低誘電率を有するようになる。
【００８２】
　なお、ゲート絶縁層２８２の表面にＨ（水素）プラズマ処理をしてもよい。これにより
、空隙の表面のＳｉ－Ｏ結合中のダングリングボンドがＳｉ－Ｈ結合に置き換えられ、膜
の耐吸湿性が良くなる。そして、このプラズマ処理されたゲート絶縁層２８２の表面に別
のＳｉＯ2層を設けてもよい。こうすることにより、誘電率な絶縁層が形成できる。
  また、ゲート絶縁層２８２をＣＶＤ法で形成する際の反応ガスは、Ｓｉ2Ｈ6＋Ｏ3の他
に、Ｓｉ2Ｈ6＋Ｏ2、Ｓｉ3Ｈ8＋Ｏ3、Ｓｉ3Ｈ8＋Ｏ2としてもよい。更に、上記の反応ガ
スに加えて、Ｂ（ホウ素）含有の反応ガス、Ｆ（フッ素）含有の反応ガスを用いてもよい
。
【００８３】
　更に、多孔質体であるゲート絶縁層２８２を形成する際、多孔性を有するＳｉＯ2膜と
、通常の減圧化学的気相成長法により形成されたＳｉＯ2膜とを積層することにより、膜
質の安定した多孔質体としてのゲート絶縁層２８２を形成することもできる。そして、こ
れらの膜を積層するには、減圧下におけるＳｉＨ4とＯ2の雰囲気中において、プラズマを
断続的、又は周期的に発生させることによって可能となる。具体的には、ゲート絶縁層２
８２は、基板２を所定のチャンバ内に収容し、例えば４００℃に保持しながら、反応ガス
としてＳｉＨ4とＯ2を用い、ＲＦ電圧（高周波電圧）をチャンバに印加することにより形
成される。成膜中においては、ＳｉＨ4流量、Ｏ2流量が一定であるのに対し、ＲＦ電圧は
１０秒の周期でチャンバに印加される。これにともない、プラズマが１０秒の周期で発生
、消滅する。このように、時間変化するプラズマを用いることにより、１つのチャンバー
内で、減圧ＣＶＤを用いるプロセスと、減圧下におけるプラズマＣＶＤを用いるプロセス
とを繰り返し行うことができる。そして、減圧ＣＶＤと減圧下におけるプラズマＣＶＤと
を繰り返し行うことにより、膜中に多数の空隙を有するＳｉＯ2膜が形成される。すなわ
ち、ゲート絶縁層２８２は多孔性を有することになる。
【００８４】
　ゲート電極２４２は、ゲート絶縁層２８２上にアルミニウム、タンタル、モリブデン、
チタン、タングステンなどの金属を含む導電膜をスパッタ法により形成した後、これをパ
ターニングすることにより形成される。
【００８５】
　シリコン層２４１にソース領域及びドレイン領域を形成するには、ゲート電極２４２を
形成した後、このゲート電極２４２をパターニング用マスクとして用い、この状態でリン
イオンを注入する。その結果、ゲート電極２４２に対してセルフアライン的に高濃度不純
物が導入されて、シリコン層２４１中にソース領域及びドレイン領域が形成される。なお
、不純物が導入されなかった部分がチャネル領域となる。
【００８６】
　第１層間絶縁層２８３は、ゲート絶縁層２８２同様、シリコン酸化膜または窒化膜、多
孔性を有するシリコン酸化膜などによって構成され、ゲート絶縁層２８２の形成方法と同
様の手順でゲート絶縁層２８２の上層に形成される。
【００８７】
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　ソース電極２４３及びドレイン電極２４４を形成するには、まず、第１層間絶縁層２８
３にフォトリソグラフィ法を用いてパターニングすることにより、ソース電極及びドレイ
ン電極に対応するコンタクトホールを形成する。次に、第１層間絶縁層２８３を覆うよう
に、アルミニウムやクロム、タンタル等の金属からなる導電層を形成した後、この導電層
のうち、ソース電極及びドレイン電極が形成されるべき領域を覆うようにパターニング用
マスクを設けるとともに、導電層をパターニングすることにより、ソース電極２４３及び
ドレイン電極２４４が形成される。
【００８８】
　第２層間絶縁層２８４は、第１層間絶縁層２８３同様、シリコン酸化膜または窒化膜、
多孔性を有するシリコン酸化膜などによって構成され、第１層間絶縁層２８３の形成方法
と同様の手順で第１層間絶縁層２８３の上層に形成される。ここで、第２層間絶縁層２８
４を形成したら、第２層間絶縁層２８４のうちドレイン電極２４４に対応する部分にコン
タクトホール２３ａを形成する。
【００８９】
　有機エレクトロルミネッセンス素子に接続する陽極２３は、ＩＴＯやフッ素をドープし
てなるＳｎＯ2、更にＺｎＯやポリアミン等の透明電極材料からなり、コンタクトホール
２３ａを介してＴＦＴ２４のドレイン電極２４４に接続されている。陽極２３を形成する
には、前記透明電極材料からなる膜を第２層間絶縁層２８４上面に形成し、この膜をパタ
ーニングすることにより形成される。
【００９０】
　第３絶縁層２２１はアクリル樹脂、ポリイミド樹脂などの合成樹脂によって構成されて
いる。第３絶縁層２２１は、陽極２３が形成された後に形成される。具体的な第３絶縁層
２２１の形成方法としては、例えば、アクリル樹脂、ポリイミド樹脂などのレジストを溶
媒に融かしたものを、スピンコート、ディップコート等により塗布して絶縁層を形成する
。なお、絶縁層の構成材料は、後述するインクの溶媒に溶解せず、しかもエッチング等に
よってパターニングしやすいものであればどのようなものでもよい。更に、絶縁層をフォ
トリソグラフィ技術等により同時にエッチングして、開口部２２１ａを形成することによ
り、開口部２２１ａを備えた第３絶縁層２２１が形成される。
【００９１】
　ここで、第３絶縁層２２１の表面には、親インク性を示す領域と、撥インク性を示す領
域とが形成される。本実施形態においてはプラズマ処理工程により、各領域を形成するも
のとしている。具体的にプラズマ処理工程は、予備加熱工程と、開口部２２１ａの壁面並
びに画素電極２３の電極面を親インク性にする親インク化工程と、第３絶縁層２２１の上
面を撥インク性にする撥インク化工程と、冷却工程とを有している。
  すなわち、基材（第３絶縁層等を含む基板２）を所定温度（例えば７０～８０土程度）
に加熱し、次いで親インク化工程として大気雰囲気中で酸素を反応ガスとするプラズマ処
理（Ｏ2プラスマ処理）を行う。続いて、撥インク化工程として大気雰囲気中で４フッ化
メタンを反応ガスとするプラスマ処理（ＣＦ4プラスマ処理）を行い、プラズマ処理のた
めに加熱された基材を室温まで冷却することで、親インク性及び撥インク性が所定箇所に
付与されることとなる。なお、画素電極２３の電極面についても、このＣＦ4プラスマ処
理の影響を多少受けるが、画素電極２３の材料であるＩＴＯ等はフッ素に対する親和性に
乏しいため、親インク化工程で付与された水酸基がフッ素基で置換されることがなく、親
インク性が保たれる。
【００９２】
　正孔輸送層７０は陽極２３の上面に形成されている。ここで、正孔輸送層７０の形成材
料としては、特に限定されることなく公知のものが使用可能であり、例えばピラゾリン誘
導体、アリールアミン誘導体、スチルベン誘導体、トリフェニルジアミン誘導体等が挙げ
られる。具体的には、特開昭６３－７０２５７号、同６３－１７５８６０号公報、特開平
２－１３５３５９号、同２－１３５３６１号、同２－２０９９８８号、同３－３７９９２
号、同３－１５２１８４号公報に記載されているもの等が例示されるが、トリフェニルジ
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アミン誘導体が好ましく、中でも４，４'－ビス（Ｎ（３－メチルフェニル）－Ｎ－フェ
ニルアミノ）ビフェニルが好適とされる。
【００９３】
　なお、正孔輸送層に代えて正孔注入層を形成するようにしてもよく、さらに正孔注入層
と正孔輸送層を両方形成するようにしてもよい。その場合、正孔注入層の形成材料として
は、例えば銅フタロシアニン（ＣｕＰｃ）や、ポリテトラヒドロチオフェニルフェニレン
であるポリフェニレンビニレン、１，１－ビス－（４－Ｎ，Ｎ－ジトリルアミノフェニル
）シクロヘキサン、トリス（８－ヒドロキシキノリノール）アルミニウム等が挙げられる
が、特に銅フタロシアニン（ＣｕＰｃ）を用いるのが好ましい。
【００９４】
　正孔注入／輸送層７０を形成する際には、インクジェット法を用いることができる。す
なわち、上述した正孔注入／輸送層材料を含む組成物インクを陽極２３の電極面上に吐出
した後に、乾燥処理及び熱処理を行うことにより、電極２３上に正孔注入／輸送層７０が
形成される。なお、この正孔注入／輸送層形成工程以降は、正孔注入／輸送層７０及び発
光層（有機エレクトロルミネッセンス層）６０の酸化を防止すべく、窒素雰囲気、アルゴ
ン雰囲気等の不活性ガス雰囲気で行うことが好ましい。例えば、インクジェットヘッド（
不図示）に正孔注入／輸送層材料を含む組成物インクを充填し、インクジェットヘッドの
吐出ノズルを陽極２３の電極面に対向させ、インクジェットヘッドと基材（基板２）とを
相対移動させながら、吐出ノズルから１滴当たりの液量が制御されたインキ滴を電極面に
吐出する。次に、吐出後のインク滴を乾燥処理して組成物インクに含まれる極性溶媒を蒸
発させることにより、正孔注入／輸送層７０が形成される。
【００９５】
　なお、組成物インクとしては、例えば、ポリエチレンジオキシチオフェン等のポリチオ
フェン誘導体と、ポリスチレンスルホン酸等との混合物を、イソプロピルアルコール等の
極性溶媒に溶解させたものを用いることができる。ここで、吐出されたインク滴は、親イ
ンク処理された陽極２３の電極面上に広がり、開口部２２１ａの底部近傍に満たされる。
その一方で、撥インク処理された第３絶縁層２２１の上面にはインク滴がはじかれて付着
しない。したがって、インク滴が所定の吐出位置からはずれて第３絶縁層２２１の上面に
吐出されたとしても、該上面がインク滴で濡れることがなく、はじかれたインク滴が第３
絶縁層２２１の開口部２２１ａ内に転がり込むものとされている。
【００９６】
　発光層６０は、正孔注入／輸送層７０上面に形成される。発光層６０の形成材料として
は、特に限定されることなく、低分子の有機発光色素や高分子発光体、すなわち各種の蛍
光物質や燐光物質からなる発光物質が使用可能である。発光物質となる共役系高分子の中
ではアリーレンビニレン構造を含むものが特に好ましい。低分子蛍光体では、例えばナフ
タレン誘導体、アントラセン誘導体、ペリレン誘導体、ポリメチン系、キサテン系、クマ
リン系、シアニン系などの色素類、８－ヒドロキノリンおよびその誘導体の金属錯体、芳
香族アミン、テトラフェニルシクロペンタジエン誘導体等、または特開昭５７－５１７８
１、同５９－１９４３９３号公報等に記載されている公知のものが使用可能である。
【００９７】
　発光層６０の形成材料として高分子蛍光体を用いる場合には、側鎖に蛍光基を有する高
分子を用いることができるが、好ましくは共役系構造を主鎖に含むもので、特に、ポリチ
オフェン、ポリ－ｐ－フェニレン、ポリアリーレンビニレン、ポリフルオレンおよびその
誘導体が好ましい。中でもポリアリーレンビニレンおよびその誘導体が好ましい。該ポリ
アリーレンビニレンおよびその誘導体は、下記化学式（１）で示される繰り返し単位を全
繰り返し単位の５０モル％以上含む重合体である。繰り返し単位の構造にもよるが、化学
式（１）で示される繰り返し単位が全繰り返し単位の７０％以上であることがさらに好ま
しい。
  　－Ａｒ－ＣＲ＝ＣＲ'－　　　（１）
  〔ここで、Ａｒは、共役結合に関与する炭素原子数が４個以上２０個以下からなるアリ
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キル基、炭素数６～２０のアリール基、炭素数４～２０の複素環化合物、シアノ基からな
る群から選ばれた基を示す。〕
【００９８】
　該高分子蛍光体は、化学式（１）で示される繰り返し単位以外の繰り返し単位として、
芳香族化合物基またはその誘導体、複素環化合物基またはその誘導体、およびそれらを組
み合わせて得られる基などを含んでいてもよい。また、化学式（１）で示される繰り返し
単位や他の繰り返し単位が、エーテル基、エステル基、アミド基、イミド基などを有する
非共役の単位で連結されていてもよいし、繰り返し単位にそれらの非共役部分が含まれて
いてもよい。
【００９９】
　前記高分子蛍光体において化学式（１）のＡｒとしては、共役結合に関与する炭素原子
数が４個以上２０個以下からなるアリーレン基または複素環化合物基であり、下記の化学
式（２）で示す芳香族化合物基またはその誘導体基、複素環化合物基またはその誘導体基
、およびそれらを組み合わせて得られる基などが例示される。
【０１００】
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【化１】

  （Ｒ１～Ｒ９２は、それぞれ独立に、水素、炭素数１～２０のアルキル基、アルコキシ
基およびアルキルチオ基；炭素数６～１８のアリール基およびアリールオキシ基；ならび
に炭素数４～１４の複素環化合物基からなる群から選ばれた基である。）
【０１０１】
　これらのなかでフェニレン基、置換フェニレン基、ビフェニレン基、置換ビフェニレン
基、ナフタレンジイル基、置換ナフタレンジイル基、アントラセン－９，１０－ジイル基
、置換アントラセン－９，１０－ジイル基、ピリジン－２，５－ジイル基、置換ピリジン
－２，５－ジイル基、チエニレン基および置換チエニレン基が好ましい。さらに好ましく
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は、フェニレン基、ビフェニレン基、ナフタレンジイル基、ピリジン－２，５－ジイル基
、チエニレン基である。
【０１０２】
　化学式（１）のＲ、Ｒ'が水素またはシアノ基以外の置換基である場合について述べる
と、炭素数１～２０のアルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基
、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、デシル基、ラウリル基などが挙げ
られ、メチル基、エチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基が好まし
い。アリール基としては、フェニル基、４－Ｃ１～Ｃ１２アルコキシフェニル基（Ｃ１～
Ｃ１２は炭素数１～１２であることを示す。以下も同様である。）、４－Ｃ１～Ｃ１２ア
ルキルフェニル基、１－ナフチル基、２－ナフチル基などが例示される。
【０１０３】
　溶媒可溶性の観点からは化学式（１）のＡｒが、１つ以上の炭素数４～２０のアルキル
基、アルコキシ基およびアルキルチオ基、炭素数６～１８のアリール基およびアリールオ
キシ基ならびに炭素数４～１４の複素環化合物基から選ばれた基を有していることが好ま
しい。
【０１０４】
　これらの置換基としては以下のものが例示される。炭素数４～２０のアルキル基として
は、ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、デシル基、ラウリル
基などが挙げられ、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基が好ましい。また
、炭素数４～２０のアルコキシ基としては、ブトキシ基、ペンチルオキシ基、ヘキシルオ
キシ基、ヘプチルオキシ基、オクチルオキシ基、デシルオキシ基、ラウリルオキシ基など
が挙げられ、ペンチルオキシ基、ヘキシルオキシ基、ヘプチルオキシ基、オクチルオキシ
基が好ましい。炭素数４～２０のアルキルチオ基としては、ブチルチオ基、ペンチルチオ
基、ヘキシルチオ基、ヘプチルチオ基、オクチルチオ基、デシルオキシ基、ラウリルチオ
基などが挙げられ、ペンチルチオ基、ヘキシルチオ基、ヘプチルチオ基、オクチルチオ基
が好ましい。アリール基としては、フェニル基、４－Ｃ１～Ｃ１２アルコキシフェニル基
、４－Ｃ１～Ｃ１２アルキルフェニル基、１－ナフチル基、２－ナフチル基などが例示さ
れる。アリールオキシ基としては、フェノキシ基が例示される。複素環化合物基としては
２－チエニル基、２－ピロリル基、２－フリル基、２－、３－または４－ピリジル基など
が例示される。これら置換基の数は、該高分子蛍光体の分子量と繰り返し単位の構成によ
っても異なるが、溶解性の高い高分子蛍光体を得る観点から、これらの置換基が分子量６
００当たり１つ以上であることがより好ましい。
【０１０５】
　なお、前記高分子蛍光体は、ランダム、ブロックまたはグラフト共重合体であってもよ
いし、それらの中間的な構造を有する高分子、例えばブロック性を帯びたランダム共重合
体であってもよい。蛍光の量子収率の高い高分子蛍光体を得る観点からは完全なランダム
共重合体よりブロック性を帯びたランダム共重合体やブロックまたはグラフト共重合体が
好ましい。また、ここで形成する有機エレクトロルミネッセンス素子は、薄膜からの蛍光
を利用することから、該高分子蛍光体は固体状態で蛍光を有するものが用いられる。
【０１０６】
　該高分子蛍光体に対して溶媒を使用する場合に、好適なものとしては、クロロホルム、
塩化メチレン、ジクロロエタン、テトラヒドロフラン、トルエン、キシレンなどが例示さ
れる。高分子蛍光体の構造や分子量にもよるが、通常はこれらの溶媒に０．１ｗｔ％以上
溶解させることができる。
  また、前記高分子蛍光体としては、分子量がポリスチレン換算で１０3～１０7であるこ
とが好ましく、それらの重合度は繰り返し構造やその割合によっても変わる。成膜性の点
から一般には繰り返し構造の合計数で好ましくは４～１００００、さらに好ましくは５～
３０００、特に好ましくは１０～２０００である。
【０１０７】
　このような高分子蛍光体の合成法としては、特に限定されないものの、例えばアリーレ
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ン基にアルデヒド基が２つ結合したジアルデヒド化合物と、アリーレン基にハロゲン化メ
チル基が２つ結合した化合物とトリフェニルホスフィンとから得られるジホスホニウム塩
からのＷｉｔｔｉｇ反応が例示される。また、他の合成法としては、アリーレン基にハロ
ゲン化メチル基が２つ結合した化合物からの脱ハロゲン化水素法が例示される。さらに、
アリーレン基にハロゲン化メチル基が２つ結合した化合物のスルホニウム塩をアルカリで
重合して得られる中間体から熱処理により該高分子蛍光体を得るスルホニウム塩分解法が
例示される。いずれの合成法においても、モノマーとして、アリーレン基以外の骨格を有
する化合物を加え、その存在割合を変えることにより、生成する高分子蛍光体に含まれる
繰り返し単位の構造を変えることができるので、化学式（１）で示される繰り返し単位が
５０モル％以上となるように加減して仕込み、共重合してもよい。これらのうち、Ｗｉｔ
ｔｉｇ反応による方法が、反応の制御や収率の点で好ましい。
【０１０８】
　さらに具体的に、前記高分子蛍光体の１つの例であるアリーレンビニレン系共重合体の
合成法を説明する。例えば、Ｗｉｔｔｉｇ反応により高分子蛍光体を得る場合には、例え
ばまず、ビス（ハロゲン化メチル）化合物、より具体的には、例えば２，５－ジオクチル
オキシ－ｐ－キシリレンジブロミドをＮ，Ｎ－ジメチルホルムアミド溶媒中、トリフェニ
ルホスフィンと反応させてホスホニウム塩を合成し、これとジアルデヒド化合物、より具
体的には、例えば、テレフタルアルデヒドとを、例えばエチルアルコール中、リチウムエ
トキシドを用いて縮合させるＷｉｔｔｉｇ反応により、フェニレンビニレン基と２，５－
ジオクチルオキシ－ｐ－フェニレンビニレン基を含む高分子蛍光体が得られる。このとき
、共重合体を得るために２種類以上のジホスホニウム塩および／または２種類以上のジア
ルデヒド化合物を反応させてもよい。
  これらの高分子蛍光体を発光層の形成材料として用いる場合、その純度が発光特性に影
響を与えるため、合成後、再沈精製、クロマトグラフによる分別等の純化処理をすること
が望ましい。
【０１０９】
　また、前記の高分子蛍光体からなる発光層の形成材料としては、フルカラー表示をなす
ため、赤、緑、青の三色の発光層形成材料が用いられ、それぞれが所定のパターニング装
置（インクジェット装置）によって予め設定された位置の画素ＡＲに射出され、パターニ
ングされる。
  なお、前記の発光物質としては、ホスト材料にゲスト材料を添加した形態のものを用い
ることもできる。
【０１１０】
　このような発光材料としては、ホスト材料として例えば高分子有機化合物や低分子材料
が、またゲスト材料として得られる発光層の発光特性を変化させるための蛍光色素、ある
いは燐光物質を含んでなるものが好適に用いられる。
  高分子有機化合物としては、溶解性の低い材料の場合、例えば前駆体が塗布された後、
以下の化学式（３）に示すように加熱硬化されることによって共役系高分子有機エレクト
ロルミネッセンス層となる発光層を生成し得るものがある。例えば、前駆体のスルホニウ
ム塩の場合、加熱処理されることによりスルホニウム基が脱離し、共役系高分子有機化合
物となるもの等がある。
  また、溶解性の高い材料では、材料をそのまま塗布した後、溶媒を除去して発光層にし
得るものもある。
【０１１１】
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【０１１２】
　前記の高分子有機化合物は固体で強い蛍光を持ち、均質な固体超薄膜を形成することが
できる。しかも、形成能に富みＩＴＯ電極との密着性も高く、さらに、固化した後は強固
な共役系高分子膜を形成する。
【０１１３】
　このような高分子有機化合物としては、例えばポリアリーレンビニレンが好ましい。ポ
リアリーレンビニレンは水系溶媒あるいは有機溶媒に可溶で第２の基体１１に塗布する際
の塗布液への調製が容易であり、さらに一定条件下でポリマー化することができるため、
光学的にも高品質の薄膜を得ることができる。
  このようなポリアリーレンビニレンとしては、ＰＰＶ（ポリ（パラ－フェニレンビニレ
ン））、ＭＯ－ＰＰＶ（ポリ（２，５－ジメトキシ－１，４－フェニレンビニレン））、
ＣＮ－ＰＰＶ（ポリ（２，５－ビスヘキシルオキシ－１，４－フェニレン－（１－シアノ
ビニレン）））、ＭＥＨ－ＰＰＶ（ポリ［２－メトキシ－５－（２'－エチルヘキシルオ
キシ）］－パラ－フェニレンビニレン）、等のＰＰＶ誘導体、ＰＴＶ（ポリ（２，５－チ
エニレンビニレン））等のポリ（アルキルチオフェン）、ＰＦＶ（ポリ（２，５－フリレ
ンビニレン））、ポリ（パラフェニレン）、ポリアルキルフルオレン等が挙げられるが、
なかでも化学式（４）に示すようなＰＰＶまたはＰＰＶ誘導体の前駆体からなるものや、
化学式（５）に示すようなポリアルキルフルオレン（具体的には化学式（６）に示すよう
なポリアルキルフルオレン系共重合体）が特に好ましい。
  ＰＰＶ等は強い蛍光を持ち、二重結合を形成するπ電子がポリマー鎖上で非極在化して
いる導電性高分子でもあるため、高性能の有機エレクトロルミネッセンス素子を得ること
ができる。
【０１１４】



(25) JP 4656074 B2 2011.3.23

10

20

30

40

【化３】

【０１１５】
【化４】

【０１１６】
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【化５】

【０１１７】
　なお、前記ＰＰＶ薄膜の他に発光層を形成し得る高分子有機化合物や低分子材料、すな
わち本例においてホスト材料として用いられるものは、例えばアルミキノリノール錯体（
Ａｌｑ３）やジスチリルビフェニル、さらに化学式（７）に示すＢｅＢｑ２やＺｎ（ＯＸ
Ｚ）2、そしてＴＰＤ、ＡＬＯ、ＤＰＶＢｉ等の従来より一般的に用いられているものに
加え、ピラゾリンダイマー、キノリジンカルボン酸、ベンゾピリリウムパークロレート、
ベンゾピラノキノリジン、ルブレン、フェナントロリンユウロピウム錯体等が挙げられ、
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これらの１種または２種以上を含む有機エレクトロルミネッセンス素子用組成物を用いる
ことができる。
【０１１８】
【化６】

【０１１９】
　一方、このようなホスト材料に添加されるゲスト材料としては、前記したように蛍光色
素や燐光物質が挙げられる。特に蛍光色素は、発光層の発光特性を変化させることができ
、例えば、発光層の発光効率の向上、または光吸収極大波長（発光色）を変えるための手
段としても有効である。すなわち、蛍光色素は単に発光層材料としてではなく、発光機能
そのものを担う色素材料として利用することができる。例えば、共役系高分子有機化合物
分子上のキャリア再結合で生成したエキシトンのエネルギーを蛍光色素分子上に移すこと
ができる。この場合、発光は蛍光量子効率が高い蛍光色素分子からのみ起こるため、発光
層の電流量子効率も増加する。したがって、発光層の形成材料中に蛍光色素を加えること
により、同時に発光層の発光スペクトルも蛍光分子のものとなるので、発光色を変えるた
めの手段としても有効となる。
【０１２０】
　なお、ここでいう電流量子効率とは、発光機能に基づいて発光性能を考察するための尺
度であって、下記式により定義される。
  　ηE＝放出されるフォトンのエネルギー／入力電気エネルギー
  そして、蛍光色素のドープによる光吸収極大波長の変換によって、例えば赤、青、緑の
３原色を発光させることができ、その結果フルカラー表示体を得ることが可能となる。
  さらに蛍光色素をドーピングすることにより、エレクトロルミネッセンス素子の発光効
率を大幅に向上させることができる。
【０１２１】
　蛍光色素としては、赤色の発色光を発光する発光層を形成する場合、レーザー色素のＤ
ＣＭ－１、あるいはローダミンまたはローダミン誘導体、ペニレン等を用いるのが好まし
い。これらの蛍光色素をＰＰＶなどホスト材料にドープすることにより、発光層を形成す
ることができるが、これらの蛍光色素は水溶性のものが多いので、水溶性を有するＰＰＶ
前駆体であるスルホニウム塩にドープし、その後、加熱処理すれば、より均一な発光層の
形成が可能になる。このような蛍光色素として具体的には、ローダミンＢ、ローダミンＢ
ベース、ローダミン６Ｇ、ローダミン１０１過塩素酸塩等が挙げられ、これらを２種以上
混合したものであってもよい。
【０１２２】
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　また、緑色の発色光を発光する発光層を形成する場合、キナクリドン、ルブレン、ＤＣ
ＪＴおよびその誘導体を用いるのが好ましい。これらの蛍光色素についても、前記の蛍光
色素と同様、ＰＰＶなどホスト材料にドープすることにより、発光層を形成することがで
きるが、これらの蛍光色素は水溶性のものが多いので、水溶性を有するＰＰＶ前駆体であ
るスルホニウム塩にドープし、その後、加熱処理すれば、より均一な発光層の形成が可能
になる。
【０１２３】
　さらに、青色の発色光を発光する発光層を形成する場合、ジスチリルビフェニルおよび
その誘導体を用いるのが好ましい。これらの蛍光色素についても、前記の蛍光色素と同様
、ＰＰＶなどホスト材料にドープすることにより、発光層を形成することができるが、こ
れらの蛍光色素は水溶性のものが多いので、水溶性を有するＰＰＶ前駆体であるスルホニ
ウム塩にドープし、その後、加熱処理すれば、より均一な発光層の形成が可能になる。
【０１２４】
　また、青色の発色光を有する他の蛍光色素としては、クマリンおよびその誘導体を挙げ
ることができる。これらの蛍光色素は、ＰＰＶと相溶性がよく発光層の形成が容易である
。また、これらのうち特にクマリンは、それ自体は溶媒に不溶であるものの、置換基を適
宜に選択することによって溶解性を増し、溶媒に可溶となるものもある。このような蛍光
色素として具体的には、クマリン－１、クマリン－６、クマリン－７、クマリン１２０、
クマリン１３８、クマリン１５２、クマリン１５３、クマリン３１１、クマリン３１４、
クマリン３３４、クマリン３３７、クマリン３４３等が挙げられる。
【０１２５】
　さらに、別の青色の発色光を有する蛍光色素としては、テトラフェニルブタジエン（Ｔ
ＰＢ）またはＴＰＢ誘導体、ＤＰＶＢｉ等を挙げることができる。これらの蛍光色素は、
前記赤色蛍光色素等と同様に水溶液に可溶であり、またＰＰＶと相溶性がよく発光層の形
成が容易である。
  以上の蛍光色素については、各色ともに１種のみを用いてもよく、また２種以上を混合
して用いてもよい。
  なお、このような蛍光色素としては、化学式（８）に示すようなものや、化学式（９）
に示すようなもの、さらに化学式（１０）に示すようなものが用いられる。
【０１２６】
【化７】
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【化８】

【０１２８】
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【化９】

【０１２９】
　これらの蛍光色素については、前記共役系高分子有機化合物等からなるホスト材料に対
し、後述する方法によって０．５～１０ｗｔ％添加するのが好ましく、１．０～５．０ｗ
ｔ％添加するのがより好ましい。蛍光色素の添加量が多過ぎると得られる発光層の耐候性
および耐久性の維持が困難となり、一方、添加量が少な過ぎると、前述したような蛍光色
素を加えることによる効果が十分に得られないからである。
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【０１３０】
　また、ホスト材料に添加されるゲスト材料としての燐光物質としては、化学式（１１）
に示すＩｒ（ｐｐｙ）3、Ｐｔ（ｔｈｐｙ）2、ＰｔＯＥＰなどが好適に用いられる。
【０１３１】
【化１０】

【０１３２】
　なお、前記の化学式（１１）に示した燐光物質をゲスト材料とした場合、ホスト材料と
しては、特に化学式（１２）に示すＣＢＰ、ＤＣＴＡ、ＴＣＰＢや、前記したＤＰＶＢｉ
、Ａｌｑ３が好適に用いられる。
  また、前記蛍光色素と燐光物質については、これらを共にゲスト材料としてホスト材料
に添加するようにしてもよい。
【０１３３】
【化１１】

【０１３４】
　なお、このようなホスト／ゲスト系の発光物質によって発光層６０を形成する場合、例
えば予めパターニング装置（インクジェット装置）にノズル等の材料供給系を複数形成し
ておき、これらノズルからホスト材料とゲスト材料とを予め設定した量比で同時に吐出さ
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せることにより、ホスト材料に所望する量のゲスト材料が添加されてなる発光物質による
、発光層６０を形成することができる。
【０１３５】
　発光層６０は、正孔注入／輸送層７０の形成方法と同様の手順で形成される。すなわち
、インクジェット法によって発光層材料を含む組成物インクを正孔注入／輸送層７０の上
面に吐出した後に、乾燥処理及び熱処理を行うことにより、第３絶縁層２２１に形成され
た開口部２２１ａ内部の正孔注入／輸送層７０上に発光層６０が形成される。この発光層
形成工程も上述したように不活性ガス雰囲気化で行われる。吐出された組成物インクは撥
インク処理された領域ではじかれるので、インク滴が所定の吐出位置からはずれたとして
も、はじかれたインク滴が第３絶縁層２２１の開口部２２１ａ内に転がり込む。
【０１３６】
　電子輸送層５０は発光層６０の上面に形成される。電子輸送層５０も発光層６０の形成
方法と同様、インクジェット法により形成される。電子輸送層５０の形成材料としては、
特に限定されることなく、オキサジアゾール誘導体、アントラキノジメタンおよびその誘
導体、ベンゾキノンおよびその誘導体、ナフトキノンおよびその誘導体、アントラキノン
およびその誘導体、テトラシアノアンスラキノジメタンおよびその誘導体、フルオレノン
誘導体、ジフェニルジシアノエチレンおよびその誘導体、ジフェノキノン誘導体、８－ヒ
ドロキシキノリンおよびその誘導体の金属錯体等が例示される。具体的には、先の正孔輸
送層の形成材料と同様に、特開昭６３－７０２５７号、同６３－１７５８６０号公報、特
開平２－１３５３５９号、同２－１３５３６１号、同２－２０９９８８号、同３－３７９
９２号、同３－１５２１８４号公報に記載されているもの等が例示され、特に２－（４－
ビフェニリル）－５－（４－ｔ－ブチルフェニル）－１，３，４－オキサジアゾール、ベ
ンゾキノン、アントラキノン、トリス（８－キノリノール）アルミニウムが好適とされる
。
【０１３７】
　なお、前述した正孔注入／輸送層７０の形成材料や電子輸送層５０の形成材料を発光層
６０の形成材料に混合し、発光層形成材料として使用してもよく、その場合に、正孔注入
／輸送層形成材料や電子輸送層形成材料の使用量については、使用する化合物の種類等に
よっても異なるものの、十分な成膜性と発光特性を阻害しない量範囲でそれらを考慮して
適宜決定される。通常は、発光層形成材料に対して１～４０重量％とされ、さらに好まし
くは２～３０重量％とされる。
【０１３８】
　陰極２２２は、電子輸送層５０及び第３絶縁層２２１の表面全体、あるいはストライプ
状に形成されている。陰極２２２については、もちろんＡｌ、Ｍｇ、Ｌｉ、Ｃａなどの単
体材料やＭｇ：Ａｇ（１０：１合金）の合金材料からなる１層で形成してもよいが、２層
あるいは３層からなる金属（合金を含む。）層として形成してもよい。具体的には、Ｌｉ

2Ｏ（０．５ｎｍ程度）／ＡｌやＬｉＦ（０．５ｎｍ程度）／Ａｌ、ＭｇＦ2／Ａｌといっ
た積層構造のものも使用可能である。陰極２２２は上述した金属からなる薄膜であり、光
を透過可能である。
【０１３９】
　低屈折率層３及び封止層４は陰極２２２の上面に形成される。これら低屈折率層３及び
封止層４の形成材料、形成方法は上述した第１，第２実施形態と同等であるため、説明を
省略する。
【０１４０】
　以上説明したように、本発明の積層膜２０をトップエミッション型の電気光学装置に適
用することにより、視認性を大幅に向上できるとともに、素子劣化の要因となるガスの侵
入を防止できる。
【０１４１】
　なお、図６に示した積層膜２０にかえて、第２実施形態で説明した乾燥剤あるいは吸着
剤を含む低屈折率膜１１を適用することももちろん可能である。
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【０１４２】
　また、前記の正孔注入／輸送層７０、発光層６０、電子輸送層５０に加えて、ホールブ
ロッキング層を例えば発光層６０の対向電極２２２側に形成して、発光層６０の長寿命化
を図ってもよい。このようなホールブロッキング層の形成材料としては、例えば化学式（
１３）に示すＢＣＰや化学式（１４）で示すＢＡｌｑが用いられるが、長寿命化の点では
ＢＡｌｑの方が好ましい。
【０１４３】
【化１２】

【０１４４】
【化１３】

【０１４５】
　《第４実施形態》
  次に、本発明の第４実施形態として、上述した第３実施形態の変形例について図７を参
照しながら説明する。ここで、図６と同一または同等の構成部分については同一の符号を
付し、その説明を省略する。
【０１４６】
　図７に示す表示装置Ｓ２は、トップエミッション型有機エレクトロルミネッセンス表示
装置であって、発光層６０からの発光光は基板２と反対側から装置外部に取り出される。
そして、本実施形態に係る表示装置Ｓ２においては、積層膜２０の表面に光を透過可能な
ポリマー層（光透過層）２１が形成されている。
  ポリマー層２１の形成材料としては、Ｉｎ2Ｏ3、ＳｎＯ3、ＩＴＯ、ＳｉＯ2、Ａｌ2Ｏ3

、ＴｉＯ2、ＡｌＮ、ＳｉＮ、ＳｉＣ、ＳｉＯＮ、アクリル樹脂、エポキシ樹脂、ポリイ
ミド樹脂、あるいはこれらの混合物が挙げられる。ここで、低屈折率層３の透過屈折率は
ポリマー層２１の透過屈折率より低く設定される。
【０１４７】
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　以上説明したように、トップエミッション型の有機エレクトロルミネッセンス表示装置
において、光の取り出し側にポリマー層２１を設ける構成とすることもできる。
【０１４８】
　《第５実施形態》
  次に、本発明の第５実施形態として、上記第４実施形態の変形例を図８を参照しながら
説明する。
  図８に示す表示装置Ｓ３はトップエミッション型の有機エレクトロルミネッセンス表示
装置である。この表示装置Ｓ３は、陰極２２２の上層に設けられ、この陰極２２２を保護
する保護層５１と、保護層５１の上層に設けられた前記低屈折率層３及び前記封止層４か
らなる積層膜２０と、積層膜２０の上層に設けられ、接着層５２を介して積層膜２０に接
着されている封止基板５３とを有している。
【０１４９】
　保護層５１は、セラミックや窒化珪素、酸化窒化珪素、酸化珪素など、封止層４と同等
な材料からなり、陰極２２２表面にプラズマＣＶＤ法（プラズマ化学的気相成長法）によ
り形成される。保護層５１は、光を透過可能で接着層５２や封止基板５３より低い屈折率
を有する。
  接着層（光透過層）５２は、例えばエポキシ樹脂やアクリル樹脂などの光透過可能な材
料によって構成されている。なお、接着層用樹脂としては、エポキシ樹脂など２液混合も
しくは紫外線照射によって硬化するタイプのものを用いるのがよい。加熱によって有機エ
レクトロルミネッセンス素子９が劣化する恐れがない場合は、加熱して硬化させるタイプ
のものを用いても良い。
  封止基板（光透過層）５３はバリア性を有し、光を透過可能な材料によって構成されて
いる。封止基板５３の形成材料としては、例えば封止層４同様、セラミックや窒化珪素、
酸化窒化珪素、酸化珪素などの透明な材料が挙げられる。あるいは、上記材料からなる封
止基板５３のかわりに、所定の合成樹脂からなる保護用シートとしてもよい。
【０１５０】
　以上説明したように、陰極２２２を保護する保護層５１を設けるとともに、表示装置Ｓ
３全体を保護しつつ素子劣化の要因となるガスの侵入を防ぐ封止基板５３を設けることが
できる。この場合、表示装置Ｓ３においては十分なバリア効果が得られる。なお、保護層
５１を設けずに、封止基板５３と積層膜２０とを接着層５２を介して接着させるだけでも
、十分なバリア効果が得られる。
【０１５１】
　また、図７を用いて説明したポリマー層２１の上層に、図８を用いて説明した封止基板
５３を接着層５２を介して設けてもよい。
【０１５２】
　《第６実施形態》
  次に、本発明の第６実施形態に係る表示装置を図９を参照しながら説明する。ここで、
以下の説明において、上述した実施形態と同一又は同等な構成部分については同一の符号
を付すとともにその説明を簡略又は省略する。
  図９に示す表示装置Ｓ４は、発光層６０からの発光光をＴＦＴ２４が設けられている基
板２側から装置外部に取り出すいわゆるバックエミッション型の有機エレクトロルミネッ
センス表示装置である。
【０１５３】
　図９に示すように、有機エレクトロルミネッセンス表示装置Ｓ４は、上記実施形態同様
、有機エレクトロルミネッセンス素子の陽極２３の下層に設けられている第２層間絶縁層
２８４と、第２層間絶縁層２８４の下層に設けられている第１層間絶縁層２８３と、第１
層間絶縁層２８３の下層に設けられているゲート絶縁層２８２と、ゲート絶縁層２８２の
下層に設けられている下地保護層２８１とを備えている。そして、下地保護層２８１と基
板２との間には、低屈折率層３及び封止層４からなる積層膜２０が設けられている。
【０１５４】
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　ここで、図９に示す有機エレクトロルミネッセンス表示装置Ｓ４はバックエミッション
型であるため、基板２は光を透過可能な材料からなっており、基板２の形成材料としては
、上述したように、ガラスや石英、樹脂等の透明ないし半透明なものが用いられるが、特
に安価なソーダガラスが好適に用いられる。
【０１５５】
　一方、陰極２２２の上層には、ＥＬ素子に対する素子劣化に起因する物質（酸素、水分
など）の侵入を防止する封止層５４が形成されている。この封止層５４としては、バリア
性を有する金属膜（金属基板）、樹脂膜、セラミックや窒化珪素、酸化窒化珪素、酸化珪
素、あるいは、本発明に係る積層膜２０や低屈折率膜１１を用いることができる。
【０１５６】
　また、発光層６０からの発光光が通過する第２層間絶縁層２８４、第１層間絶縁層２８
３、ゲート絶縁層２８２などは、光を透過可能な材料からなっている。これら絶縁層の形
成材料としては、シリコン酸化膜や多孔性を有するポリマー、シリカエアロゲルなどが挙
げられる。
【０１５７】
　以上説明したように、本発明の積層膜２０はバックエミッション型の電気光学装置にも
適用可能であり、素子劣化の要因となるガスの侵入を防止しつつ視認性を大幅に向上でき
る。
【０１５８】
　なお、本実施形態において、封止層５４と陰極２２２との間に光を反射可能な反射層を
設けてもよい。反射層を設けることにより、発光層６０から陰極２２２側に射出した光は
反射層で反射して基板２側に進むので、光の取り出し効率を向上できる。
【０１５９】
　《第７実施形態》
  次に、本発明の第７実施形態として、上記第６実施形態の変形例を図１０を参照しなが
ら説明する。
  図１０に示す表示装置Ｓ５はバックエミッション型の有機エレクトロルミネッセンス表
示装置であって、最上層に封止層５４を有している。そして、下地保護層２８１の下層に
は光を透過可能な基板２が設けられ、基板２の下層にはポリマー層５５が設けられ、ポリ
マー層５５の下層には封止層４及び低屈折率層３からなる積層膜２０が設けられ、積層膜
２０の下層には封止基板５３が設けられている。
【０１６０】
　ポリマー層５５の形成材料としては、第４実施形態で説明したポリマー層２１と同様、
Ｉｎ2Ｏ3、ＳｎＯ3、ＩＴＯ、ＳｉＯ2、Ａｌ2Ｏ3、ＴｉＯ2、ＡｌＮ、ＳｉＮ、ＳｉＣ、
ＳｉＯＮ、アクリル樹脂、エポキシ樹脂、ポリイミド樹脂、あるいはこれらの混合物が挙
げられる。あるいは、ポリマー層５５を低屈折率層３と同等の低屈折率材料によって形成
してもよい。
【０１６１】
　以上説明したように、ポリマー層や低屈折率層、封止層の層構成は任意に設定可能であ
り、高いバリア性を実現することができる。
  なお、図１０はバックエミッション型有機エレクトロルミネッセンス表示装置を示して
いるが、もちろん、図１１に示すようなトップエミッション型有機エレクトロルミネッセ
ンス表示装置Ｓ６においても、様々な層構成を採用することができる。こうすることによ
り、トップエミッション型有機エレクトロルミネッセンス表示装置においても、高いバリ
ア性を実現でき、素子劣化を防止できる。ここで、陰極２２２の上層には低屈折率層３と
封止層４とからなる積層膜２０が形成されている。なお、図１１に示すポリマー層５５'
は、低屈折率性を有している必要はなく、高いバリア性を有する所定の材料によって構成
可能である。
【０１６２】
　《第８実施形態》
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  次に、本発明の第８実施形態について図１２を参照しながら説明する。
  図１２に示す表示装置Ｓ７はパッシブマトリクス型の有機エレクトロルミネッセンス表
示装置であって、図１２（ａ）は平面図、図１２（ｂ）は図１２（ａ）のＢ－Ｂ断面図で
ある。パッシブマトリクス型有機エレクトロルミネッセンス表示装置Ｓ７は、基板１２１
上に設けられた複数の第１のバス配線３００と、これに直交する歩行に配設された複数の
第２のバス配線３１０とを備えている。また、電子輸送層１４１と発光層１４２と正孔輸
送層１４３とを有する発光素子（有機エレクトロルミネッセンス素子）１４０が配置され
る所定位置を取り囲むように、例えばＳｉＯ2等からなる絶縁膜３２０が配設されている
。
【０１６３】
　そして、バス配線３１０の上層にはこのバス配線３１０を保護する保護層５１が設けら
れ、保護層５１の上層には低屈折率層３が設けられ、低屈折率層３の上層には封止層４が
設けられ、封止層４の上層には接着層５２を介して封止基板５３が設けられている。
【０１６４】
　このように、本発明にかかる低屈折率層３及び封止層４は、パッシブマトリクス型の有
機エレクトロルミネッセンス表示装置に対しても適用可能であり、低屈折率層３及び封止
層４を設けることによって、素子劣化に起因するガスの侵入を防止しつつ良好な視認性を
得ることができる。
【０１６５】
　なお、上記各実施形態において、各層（各膜）や基板の側部にシール剤や合成樹脂を設
けることが可能である。
【０１６６】
　なお、上記各実施形態では、電気光学装置として有機エレクトロルミネッセンス表示装
置を例としてとりあげたが、液晶表示装置はプラズマ表示装置などにも本発明の積層膜２
０（低屈折率膜１１）を適用可能である。
【０１６７】
　［電子機器］
  上記実施の形態の有機エレクトロルミネッセンス表示装置を備えた電子機器の例につい
て説明する。図１３は、携帯電話の一例を示した斜視図である。図１３において、符号１
０００は携帯電話本体を示し、符号１００１は上記の有機エレクトロルミネッセンス表示
装置を用いた表示部を示している。
【０１６８】
　図１４は、腕時計型電子機器の一例を示した斜視図である。図１４において、符号１１
００は時計本体を示し、符号１１０１は上記の有機エレクトロルミネッセンス表示装置を
用いた表示部を示している。
【０１６９】
　図１５は、ワープロ、パソコンなどの携帯型情報処理装置の一例を示した斜視図である
。図１５において、符号１２００は情報処理装置、符号１２０２はキーボードなどの入力
部、符号１２０４は情報処理装置本体、符号１２０６は上記の有機エレクトロルミネッセ
ンス表示装置を用いた表示部を示している。
【０１７０】
　図１３～図１５に示す電子機器は、上記実施の形態の有機エレクトロルミネッセンス表
示装置を備えているので、表示品位に優れ、明るい画面の有機エレクトロルミネッセンス
表示部を備えた電子機器を実現することができる。
【０１７１】
　なお、本発明の技術範囲は上記実施の形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を
逸脱しない範囲において種々の変更を加えることが可能であり、実施の形態で挙げた具体
的な材料や層構成などはほんの一例に過ぎず、適宜変更が可能である。
【０１７２】
　本発明の電気光学装置によれば、光透過層と発光素子との間に光透過層より屈折率が低
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光の取り出し効率を充分に向上でき、高い視認性を得ることができる。また、封止層によ
って発光素子が素子劣化に起因する物質に作用されることを防止できるので、良好な発光
特性を長期間維持できる。
【０１７３】
　また、本発明の電気光学装置によれば、光透過層と発光素子との間に乾燥剤または吸着
剤が分散された低屈折率層を設けたことによって、低屈折率層に封止機能（バリア機能）
を付与できる。したがって、光透過層側からのガスの侵入を低屈折率層によって抑えるこ
とができ、発光素子が素子劣化に起因する物質に作用されることを防止できるので、良好
な発光特性を長期間維持できる。
【０１７４】
　本発明の膜状部材、積層膜、低屈折率膜、多層積層膜によれば、膜を透過する光は所望
の状態に調整されるとともに、不要なガスの出入りが防止されるので、電気光学装置に適
用した際、良好な性能が発揮される。
【０１７５】
　本発明の電子機器によれば、表示品位に優れ、明るい画面の表示部を備えた電子機器を
実現できる。
【図面の簡単な説明】
【０１７６】
【図１】本発明の電気光学装置の第１実施形態を示す概略構成図である。
【図２】本発明の膜状部材を示す断面図である。
【図３】本発明の電気光学装置の第２実施形態を示す概略構成図である。
【図４】アクティブマトリクス型有機エレクトロルミネッセンス表示装置を示す回路図で
ある。
【図５】図４の表示装置における画素部の平面構造を示す拡大図である。
【図６】本発明の電気光学装置の第３実施形態を示す図であって、図５のＡ－Ａ矢視断面
図である。
【図７】本発明の電気光学装置の第４実施形態を示す断面図である。
【図８】本発明の電気光学装置の第５実施形態を示す断面図である。
【図９】本発明の電気光学装置の第６実施形態を示す断面図である。
【図１０】本発明の電気光学装置の第７実施形態を示す断面図である。
【図１１】本発明の電気光学装置の第７実施形態に関する他の例である。
【図１２】本発明の電気光学装置の第８実施形態に係るパッシブマトリクス型有機エレク
トロルミネッセンス表示装置を示す図であって、（ａ）は平面図、（ｂ）は（ａ）のＢ－
Ｂ断面図である。
【図１３】本発明の電気光学装置を備えた電子機器の一例を示す図である。
【図１４】本発明の電気光学装置を備えた電子機器の一例を示す図である。
【図１５】本発明の電気光学装置を備えた電子機器の一例を示す図である。
【図１６】従来の電気光学装置の一例を示す概略構成図である。
【図１７】発光層からの光が基板によって屈折する様子を説明するための図である。
【符号の説明】
【０１７７】
　１…有機エレクトロルミネッセンス表示装置（電気光学装置）、２…基板、３，１１…
低屈折率層、４…封止層、５…発光層、６…正孔輸送層、７…陰極（電極）、８…陽極（
電極）、９…有機エレクトロルミネッセンス素子（発光素子）、１１…低屈折率膜、２０
…積層膜。
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